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 ج 

 
 

 

 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

، 1396شـده در دي مـاه   قانون تقویت و توسعه نظـام اسـتاندارد ، ابـلاغ    7سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادة 
  .روزرسانی و نشر استانداردهاي ملی را برعهده داردوظیفۀ تعیین، تدوین، به

نظـران مراکـز و مؤسسـات    صـاحب  ،هاي فنی مرکب از کارشناسان سـازمان  هاي مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه
شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شـرایط تولیـدي،   علمی، پژوهشی، تولیدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام می
کننـدگان،  ع، شـامل تولیدکننـدگان، مصـرف   صـاحبان حـق و نف ـ   هفناوري و تجاري اسـت کـه از مشـارکت آگاهانـه و منصـفان     

نـویس   شـود. پـیش  دولتی حاصـل مـی  ي دولتی و غیرها آنکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمصادرکنندگان و وارد
شـود و پـس از دریافـت     هاي مربوط ارسـال مـی   نفع و اعضاي کمیسیوناستانداردهاي ملی ایران براي نظرخواهی به مراجع ذي

استاندارد ملی (رسمی) ایـران چـاپ و   ن عنوا به ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ۀو پیشنهادها در کمیت نظرها
 شود.منتشر می

کننـد   نیز با رعایت ضوابط تعیـین شـده تهیـه مـی     صلاحذيمند و  ي علاقهها آنسسات و سازموکه م نویس استانداردهایی پیش
شـود. بـدین ترتیـب،     چـاپ و منتشـر مـی    ملـی ایـران   اسـتاندارد   عنـوان   بـه ورت تصـویب،  بررسی و درص ،درکمیته ملی طرح

ملی اسـتاندارد مربـوط    هتدوین و در کمیت 5 رةاستاندارد ملی ایران شما مقررات  براساسشود که استانداردهایی ملی تلقی می
 به تصویب رسیده باشد. شود تشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

 IEC(2( المللی الکتروتکنیـک  کمیسیون بین ،1(ISO) المللی استاندارد ایران از اعضاي اصلی سازمان بیند زمان ملی استاندارسا
در کشـور   5(CAC) کمیسیون کدکس غـذایی  4تنها رابط عنوان  بهاست و  3(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین

هـاي خـاص کشـور، از آخـرین      اي ملی ایران ضمن تــوجه بـه شـرایط کلـی و نیازمنـدي     کند. در تدوین استاندارده فعالیت می
 شود. گیري می المللی بهره هاي علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهاي بین پیشرفت

لامت کنندگان، حفظ س ـ بینی شده در قانون، براي حمایت از مصرف تواند با رعایت موازین پیش سازمان ملی استاندارد ایران می
محیطـی و اقتصـادي، اجـراي بعضـی از      و ایمنی فردي و عمومی، حصول اطمینـان از کیفیـت محصـولات و ملاحظـات زیسـت     

استانداردهاي ملی ایران را براي محصولات تولیدي داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شوراي عـالی اسـتاندارد، اجبـاري    
المللـی بـراي محصـولات کشـور، اجـراي اسـتاندارد کالاهـاي صـادراتی و          هـاي بـین  حفـظ بازار  منظور بهتواند . سازمان میکند

و مؤسسات فعـال در   ها آنکنندگان از خدمات سازم به استفاده بخشیدن. همچنین براي اطمینان کندبندي آن را اجباري  درجه
هـا و   محیطی، آزمایشـگاه  ت زیستمدیریت کیفیت و مدیری هايسیستمگواهی  مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و صدور ۀزمین

ضـوابط نظـام    براسـاس و مؤسسـات را   ها انگونه سازم استاندارد این سازمان ملیوسایل سنجش،  )الیبراسیون(کمراکز واسنجی 
 هـا  آناعطا و بر عملکـرد   ها آنکند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامۀ تأیید صلاحیت به  تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می

1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission  
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المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقـات کـاربردي    . ترویج دستگاه بینکند میظارت ن

 .است سازمانبراي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی ایران از دیگر وظایف این 

 

 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 »نانوساختهاي فرایند -8 قسمت -امهت  واژه -فناوري نانو«
 

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

  حمیدرضا، آقابزرگ

 )معدنی -دکتري شیمی(

 پژوهشگاه صنعت نفت -عضو هیئت علمی

  

  دبیر:

 سهرابی جهرمی، ابوذر

 )نانو فناوري(دکتري 

 هاي پیشرفتهفناوريشرکت راصد توسعه  -مدیر عامل

  

  )الفبا حروف بیترت به یاسام( :اعضا

  الهه، ورپاسلامی

 )یو مولکول یسلول یشناس ستیارشد ز یکارشناس(

 محصولات ستاد نانو یابیگروه استاندارد و ارز-کارشناس

  

 نیثم ی،تکاس

 مهندسی شیمی) ارشد (کارشناسی

 هاي پیشرفته شرکت راصد توسعه فناوري -کارشناس فنی

  

 حامد ر، ستوده تبا

 (کارشناسی مهندسی مکانیک)

 هاي پیشرفته شرکت راصد توسعه فناوري -کارشناس فنی

  

 سیفی، مهوش 
 (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

  ISIRI/TC 229 کمیته فنی متناظر فناوري نانو -نایب رئیس

  

 ایمیک، انینائیس

 مهندسی شیمی)ارشد  (کارشناسی

 هاي پیشرفتهشرکت راصد توسعه فناوري -کارشناس فنی

  

 د 
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 روشنک، يشاکر

 )یمولکول -یاتم کیزیارشد ف یسکارشنا(

 ایران استاندارد یسازمان مل -کارشناس

  

  

 سمت و/یا محل اشتغال: اسامی به ترتیب حروف الفبا)( :اعضا

 ابوالفضل ، بیشع

 (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

 هاي پیشرفته شرکت راصد توسعه فناوري -کارشناس ارشد فنی

  

 قهیصد، یحسنصادق

 )الکتروشیمی -هیتجز یمیش يدکتر(

 پژوهشگاه صنعت نفت -یعلم ئتیعضو ه

  

 ظریف، محمود

 )کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی(

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی -پژوهشگر ارشد

  

 زردي، سمیرا گل

 (کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

، ستاد ویـژه توسـعه فنـاوري    و ارزیابی  استانداردگروه  -کارشناس
 انون

  

  ویراستار:

 سیفی، مهوش 
 (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

 ISIRI/TC 229 کمیته فنی متناظر فناوري نانو -نایب رئیس
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ح گفتار شیپ
 ط مقدمه

 1 کاربرد ههدف و دامن   1
 1 الزامی منابع   2

 1 و تعاریف اصطلاحات   3

 4 عمومی هاي هجنب همربوط ب اصطلاحات   4

 6 هدفمند چیدمان مربوط به اصطلاحات   5

 7 آراییهاي خودفرایند مربوط به اصطلاحات   6

 10 سنتز مربوط به اصطلاحات   7

 10 هاي فیزیکیروش -هاي فاز گازيفرایند   7-1     

 12 هاي شیمیاییروش -هاي فاز گازيفرایند   7-2     

 12 هاي سنتز شعلهفرایند   7-2-1              

 13 اصطلاحاتسایر   7-2-2               

 14 هاي فیزیکیروش -هاي فاز مایعفرایند   7-3     

 15 هاي شیمیاییروش -هاي فاز مایعفرایند   7-4     

 17 هاي فیزیکیروش -هاي فاز جامدفرایند   7-5     

 21 یمیاییهاي شروش -هاي فاز جامدفرایند   7-6     

 22 ساخت مربوط به اصطلاحات   8

 22 نانوالگوییلیتوگرافی    8-1     

 28 نهشتهاي فرایند   8-2     

 33 هاي حکاکیفرایند   8-3     

 38 دهیچاپ و پوشش   8-4     

 و 
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 صفحه عنوان

 40  شدهتعریفهاي سنتز فراینددهنده)  تشخیص خروجی حاصل از پیوست الف (آگاهی

 43             نامهکتاب

 44          نمایه
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 گفتارشیپ

تـدوین و   1396بار در سـال  که نخستین» نانوساختهاي فرایند :8قسمت  -نامهواژه -فناوري نانو«استاندارد 
هـاي مربـوط بـر مبنـاي پـذیرش      منتشر شد، براساس پیشـنهادهاي دریـافتی و بررسـی و تأییـد کمیسـیون     

، 7شـده در مـورد الـف، بنـد     عنوان استاندارد ملی ایران بـه روش اشـاره  اي به قهالمللی/منط استانداردهاي بین
اجلاسیه کمیتۀ  صد و هفدهمینبار مورد تجدیدنظر قرارگرفت و در  اولینبراي  5شمارة  ملی ایراناستاندارد 

 7ک مـادة  اینک این استاندارد به اسـتناد بنـد ی ـ  تصویب شد.  11/05/1401مورخ  فناوري نانوملی استاندارد 
اسـتاندارد ملـی ایـران منتشـر     عنـوان   بـه ، 1396شده در دي مـاه  ، ابلاغتقویت و توسعه نظام استانداردقانون 

 .شود می

سـاختار و شـیوة    -(استانداردهاي ملـی ایـران   5استانداردهاي ملی ایران براساس استاندارد ملی ایران شمارة 
هاي ملی و جهـانی در زمینـه   تحولات و پیشرفت باگی حفظ همگامی و هماهن براي شوند.نگارش) تدوین می

لزوم تجدیدنظر خواهد شـد و هـر پیشـنهادي کـه      صورتایران در ملیهاي صنایع، علوم و خدمات، استاندارد
قـرار   توجـه  نظر در کمیسیون فنی مربوط مورداین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید تکمیلبراي اصلاح و 
 ین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهاي ملی ایران استفاده کرد.بنابرا خواهد گرفت.

 شود.می 1396: سال  80004-8شمارة  ایزو -این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران

تهیه و تدوین شـده و  » معادل یکسان«المللی زیر به روش  این استاندارد ملی بر مبناي پذیرش استاندارد بین
المللـی مزبـور    باشد و معادل یکسـان اسـتاندارد بـین   جمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی میشامل تر

 است:
ISO/TS 80004-8: 2020, Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing 
processes 

 ح 
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 مقدمه

ــاخت ــی  نانوسـ ــیپلـ ــان اساسـ ــانو و   میـ ــوم نـ ــافات علـ ــولاتاکتشـ ــانو  محصـ ــاوري نـ ــايند درفنـ  یـ
 است. یواقع

از  ،سـاخت  فراینـد  مسائل مربـوط بـه   قیقد مطالعهمستلزم  ،انبوه یدبه تول یشگاهنانو از آزما يفناور پیشرفت
 یـره زنج یریت، مـد فروش یات، عملفرایند کنترل و یطراح یفیت،و ک یناناطم یتمحصول، قابل یجمله طراح

 نـانومواد  یریتاسـتفاده و مـد   یـد، تولدر طـول   کار طیمح در سلامتیو یمنیا با هاي در ارتباطفعالیت ین،تام
مانند  هاي ساختفرایندهاي مصنوعی و روش مجموعهو  خودآرایی هدفمند هايشامل روش نانوساخت. است

بـا   بالا به پـایین  فرایند، پایین به بالا هدفمند چیدمان لشام نانوساخت .استهاي زیستی فرایندو لیتوگرافی 
نیـز  بزرگتـر   یـاس مق يهـا سامانه با یمراتبسلسله سازيیکپارچهمولکولی، هاي امانهسمهندسی ، وضوح بسیار

 ها آن يرفتارهاحاکم برمتعارف  قوانین ،رسدمی نانو یاسبه مق یمولکول يهاسامانه و ابعاد موادوقتی شود. می
یی طعـات نـانو  ق یعملکـرد جمع ـ  حاصـل  در نتیجـه  یینها محصول یکرفتار  ،یبترت ینهم. بهکندیم ییرتغ

 .کندبهبود پیدا می ،آن سازنده

 اسـت، امـا  نشده ارائهنسخه  این در مربوط به تولید نانوساخت اصطلاحاتاز  یشناختیستز فرایند اصطلاحات
 يهـا یرسـان روزبـه  درمهم  هاین زمین مربوط به اصطلاحاترود یانتظار م ،موضوع ینا یعتوجه به توسعه سربا
شـامل   توانـد  مـی کـه   وداضـافه ش ـ  ISO/TS 80004اسـتانداردهاي  مجموعـه  در  یـا  داسـتاندار  ینبه ا یندهآ

در مـواد   سـاخت بـراي  شـناختی  زیسـت  هايفراینداستفاده از  نیز و شناختیزیستنانومواد  هاي تولیدفرایند
 .باشدنانو  یاسمق

 ،مـواد چندسـازه   سـاخت ، از جمله نانوساخت هدرحال توسع هايسایر زمینهاز  دیگري اصطلاحات، همچنین 
 گنجانده خواهد شد. یندهآ ستانداردهايادر  و غیره ساخت غلتکی

را در  هافراینـد از  يتـر یعوس ـ هگسترساخت نانووجود دارد.  تمایز »تولیدنانو«و »ساختنانو« اصطلاحدو  ینب
 ومـواد   آوريفرمربوط به  فنون ینهمچنو  تولیدنانو فنون تمام ساختنانودهد. یپوشش م تولیدنانوبا  یسهمقا

 .شودیرا شامل م یمیاییسنتز ش

 یـا  یـد تول ،آگاهانـه سـنتز   یعنـی  نانوساختارزش  زنجیره هاولی مراحل هايفرآوري بر يامقدمه استاندارد این
 حاصـل  نانوساخت هايفرایند ینکه از انانوموادي . است نانو یاسدر مق تولید مراحل کنترل نانومواد، از جمله

 یـا مخلوط  درقابل تجمیع شوند،  سازيخالص یشترمثال ممکن است ب ي، براشوندوزیع میبازارت در، شوندیم
 یـره . زنجاستفاده شوند هاافزاره و هاسامانه یکپارچه يعنوان اجزابه یا باشندپراکنده سازه مواد چند هايزمینه
 ي زیـر هـا  بخـش ه در ک ـ است يتجارارزش  زنجیرهاز یک گروه بزرگ و متنوع  یکدر واقع  نانوساختارزش 

 :یابدیگسترش م

 ط 
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 ي 

 
 

در  مـدار  یدتولو تر و کارآمدتر یعکوچکتر، سر يهاریزپردازنده تولید يبرا تلاش(که در آن  رسانا یمصنعت ن -
 )؛است nm 100 کمتر از اندازه

 ؛دورراه مخابراتو  یکالکترون -

 ی؛مل یتهوافضا، دفاع و امن -

 و خودرو؛ يانرژ -

 ک؛یو سرام یکپلاست -

 ي؛و کاغذ یمحصولات جنگل -

 یی؛موادغذا يبندبستهو  ییموادغذا -

 ؛فناوريزیستو  داروزیست ي،داروساز -

 یست؛زیطاصلاح مح -

 .یشخص و مراقبت پوشاك -

  ازجمله، ،وجود دارد هاي ذکرشدهبخشدر  یینها يدر بازار با کاربردهاموجود نانومواد از ن تُ هزاران
 اند، شده یطراح یمنطق و که با هدف خاص ينانومواد تا رودی. انتظار م1دژدودي سیلیکاو  یاهسکربن
 .را به نحو مطلوبی تغییر دهند يو توسعه انرژ آب تصفیه ،فناوريزیستمانند  ییهاینهانداز زمچشم

 یرشرح زبه یجانمای منطق، 6 ندب. در اندشده یسازمانده فرایندبراساس نوع  استاندارد ینها در ابند بیشتر
 بنديردهدر  ،حامل یا 2بسترهاست. فاز جامد  یا یعما ،گاز فاز یکدر  ماده، ذرهساخت مرحله قبل از است: 
روغن را آن  وسیله به و ي که کاتالیزور بودهفراینددر را عنوان مثال، ذرات آهن . بهشودلحاظ نمی فرایند

. شوندیم یلذرات آهن تشک رويذرات کربن  ش شده وو چگال تبخیر روغن، در نظر بگیریدکنید میآغشته 
که از فاز گاز رشد  یهای هاست. نانولول يفاز گاز فرایند یک اینهمین دلیل بهو  ، روغن استشده تبخیر چهآن
 یک لذا این ها رشد کنند، تا نانولوله دهندیبا فاز گاز واکنش مو  شوند میشروع  یستیذرات کاتال از، کنند می

 يبرا يسنتز هايفرایند چهکه اینهایی از نشانه شود.یم یابیمشخصه يگازعنوان یک فرانیدبه دفراین
 .استارائه شده الف پیوستدر د نشویاستفاده مهر دو،  یا نانوذرات ،یاءنانواش ساخت

 ی شناسـای  ،اجـرا هسـتند  قابـل  زی ـن یمـواد ماکروسـکوپ   يرا کـه بـرا   ییهافراینـد  الـف  پیوسـت  ن،یبراعلاوه
 .نیستنانوساخت  به منحصر همین دلیلبه و کندمی

1- Fumed silica 
2- Substrate 
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 ك 

 
 

 کاراندنفع و دستتوانمندي جوامع ذيموجب  ی،عملکاربردهاي شده در از اصطلاحات استفاده مشتركدرك 
 اصـطلاحات  فهم. گسترش داشتخواهد را در پی درسطح  جهانی  نانوساختکه پیشرفت  شودمی نانوساخت

 1پویـایی و  پژوهشـی   هـاي یشـگاه آزما يهـا ينـوآور  موجب ایجاد پلی میـان  ،ساخت سازيزیر هايزمینهدر 
 شود.می نانو فناوري ياقتصاد

 ].11[ شودمراجعه  BSI PAS 135 استاندارد  به، کنند می یتکه از اصطلاحات نانومواد حما یاطلاعات يبرا 

 نانو را يمختلف فناور يهااست که جنبهقسمتی چند اصطلاحاتمجموعه  کییک قسمت از  استاندارد نیا
 .دهدیپوشش م

1- Viability 
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 نانوساختهاي فرایند: 8 قسمت -نامهواژه  -فناوري نانو

 کاربرد هدامنهدف و  1

 . است نانو يفناور نهیزم رد نانوساخت يهافرایندمربوط به اصطلاحات  تعریف ،استاندارد نیاتدوین از هدف 

  يهافراینـد از  ياریبس ـ اگرچـه  ،اسـت  انوسـاخت نمربـوط بـه    اسـتاندارد  نی ـدر ا يفراینـد  اصـطلاحات  تمام
 مشخص تعاریف در داخل ندارند يانحصارکاربرد که  یاصطلاحات. ستندینانو ن اسیمق به منحصر شدهفهرست

 اسی ـمق در هاییي با خصیصهبه مواد منجرشده توانند باتوجه به شرایط کنترلمی ییهافرایند نیچن اند.شده
 .شود بزرگتر يهااسیمق ای نانو

  يهـا روش ای ـو  سـامانه کنتـرل   يهـا مـواد، روش  ،ءابزار، اجـزا  همچون ،وجود دارددیگري بسیار  اصطلاحات
 کاربرد این استاندارد است. خارج از دامنهکه  نانوساختمربوط به  يریگاندازه

 يبـرا  3در بنـد   80004شـماره  ایـزو   -مجموعه استاندارد ملی ایـران  يها قسمت ریسا فیو تعار اصطلاحات
 اند.بازنویسی شده و درك بهتر محتوا

 الزامی مراجع 2

 .وجود ندارد استاندارد نیدر ا مرجع الزامی چیه

 تعاریف و اصطلاحات 3

 .1رودکار میتعاریف زیر به بادر این استاندارد اصطلاحات 

3-1 

 کربنی نانولوله

carbon nanotube 
CNT 

 .است شدهتشکیل کربن ازکه  )9-3( ايهنانولول

و  https://www.iso.org/obpهـــــاي در وبگـــــاه  IECو  ISOاســـــتانداردهاي  کـــــار رفتـــــه در  و تعـــــاریف بـــــهاصـــــطلاحات  -1
http://www.electropedia.org  دسترس است. قابل 

                                                 

https://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
http://www.electropedia.org/
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 هـاي کربنـی   شـوند کـه شـامل نانولولـه    خمیده تشـکیل مـی   منحنی یگرافن هايلایه از معمولا کربنی هاينانولوله -یادآوري

 هاي کربنی چندجداره هستند.جداره و نانولولهتک

 ]1394: سال80004-3ایزو  -ملی ایران استاندارد ،3-4بند زیر منبع:[

3-2 

 چندسازه نانو

nanocomposite 

  اند و داراي یک یا چند نانوفاز است.که از نظر فازي جدا شده ماده چند یا دو از مخلوطی املش يجامد

 .شوند)عنوان ماده نانومتخلخل مطرح می ها زیر(آن شوندمیمستثناء  گازي نانوفازهاي -1 یادآوري

 شماربهچندسازه نانو مواد ،شوندگیري تشکیل میوسیله رسوبفقط به که )7 -3( اسینانومق زهايفا با مواد -2 یادآوري
 .آیندنمی

 ]1393: سال80004-4ایزو  -ملی ایران استاندارد ،2-4بند زیر منبع:[

3-3 

 نانولیف

nanofibre 

 است. بزرگتر ايملاحظهقابل طوربهکه  سوم بعدو  )7-3( اسینانومق در خارجی بعد دو با )5-3( شیئینانو

 .در نانومقیاس نیست اًومبزرگترین بعد خارجی لز -1 یادآوري

 .شوند استفاده تواندمینیز  »نانوفیلالمان« و »نانولیفچه« اصطلاحات -2 یادآوري

 .مراجعه شود 1395: سال 80004-2ایزو شماره  -استاندارد ملی ایران ،4-4در زیربند  1به یادآوري  -3 یادآوري

 ]1395: سال 80004-2شماره  ایزو -ملی ایران استاندارد ،5-4بند منبع: زیر[

3-4 

 مادهنانو

nanomaterial 
   .است )7-3( اسینانومق آن سطحی ساختار یا یا ساختار داخلی آن خارجی بعد که ايماده

 .شودمی )8 -3( نانوساختار ماده و )5 -3(ئ شنانو شامل عمومی اصطلاح این -1 یادآوري

 .شوند مشاهدهنیز ماده تصادفی نونا و شدهساخته مادهنانو شده،مهندسی مادهنانو -2 یادآوري

 ]1395سال  :80004-1شماره  ایزو -ملی ایران استاندارد ،4-2 زیربندمنبع: [ 

2 
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3-5 

 شیءنانو

nano-object 
 است.   )7-3( اسینانومق در با یک، دو و یا سه بعد خارجی مادهمجزا از هر قطعه 

 عمومی براي تمامی اشیاء است.یک اصطلاح این   -یادآوري

یادآوري جدید  -، تغییریافته1395سال  :80004-1شماره  ایزو -ملی ایران استاندارد ،5-2 زیربند نبع:م[ 
 ]است.جایگزین شده

3-6 

 نانوذره

nanoparticle 
 هـاي محور و کوچکترین نطول بلندتریدر آن  که )7 -3( اسینانومقدر  خارجی ابعادتمام با  )5-3( یئینانوش
 تفاوت نداشته باشد.اي با یکدیگر ظهملاحطور قابلبه ءینانوش

، ممکـن اسـت   (معمـولا بـیش از سـه برابـر)    اي با یکـدیگر تفـاوت داشـته باشـند      ملاحظهطور قابلچنانچه ابعاد به -یادآوري
 .بر نانوذره ترجیح داده شود  نانوصفحهیا  )3-3( نانولیفاصطلاحاتی مانند 

 ]1395سال  :80004-2شماره  ایزو-ملی ایران استاندارد ،4-4 زیربندمنبع: [

3-7 

 نانومقیاس

nanoscale 
 است. nm 100 تا nm 1 تقریباًبین اندازه گستره 

  .شوندنشان داده میاندازه  گسترهدر این  غالبا شوندیابی نمی، برونبزرگتر هاياز اندازهکه را خواصی  -یادآوري

 ]1395سال  :80004-1شماره  ایزو-ملی ایران استاندارد ،1-2بند زیر [منبع:

3-8 

 یافتهنانوساختار ماده

nanostructured material 

 است.  )7-3(  مقیاسنانو هاآن یسطح یا داخلی ساختار که موادي

 .شودمی توصیه )5 -3(  نانوشئاصطلاح  باشند، اسینانومق خارجی ابعاد چنانچه -1 یادآوري

 .1395: سال 80004-1ایزو شماره  -یرانملی ااستاندارد  ،7-2 زیربندبرگرفته از  -2 یادآوري

3 
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 ]1393: سال80004-4 شماره ایزو-ملی ایران استاندارد، 11-3 زیربندمنبع: [

3-9 

 نانولوله

nanotube 
 توخالی است. )3 -3( فینانول

 ]1395سال  :80004-2شماره  ایزو -ایران ملی استاندارد ،8-4 زیربند [منبع:

 یعموم ياهجنبه مربوط به اصطلاحات       4

4-1 

 پایین به بالا نانوساخت

bottom up nanomanufacturing 

 یــا ســاختارها ایجــاد بــراي )7-3( اسیــنانومقدر  کوچــک بنیــادین واحــدهاي از کــههســتند  هاییفراینــد
 .ندکنمی استفاده و بزرگترکارکرد قوي  با ییها ناچیدم

4-2 

 نهشتیهم

co-deposition 

 است. اولیه هماد چند یا دو زمانهم نهشت

  و )7-2-8( نهشتکتروال ،)16 -2-8( گرمایی افشانش خلاء،هاي مبتنی بر روش :از عبارتندرایج  هايروش -یادآوري
 .مایع هتعلیق نهشتیهم هايروش

4-3 

 پودرکردن

comminution  

 .است ذرات اندازه کاهش براي ،)7-5-6( خردایش یا شکستن

 .وساخت نیستاین اصطلاح منحصر به نان -یادآوري

4-4 

 چیدمان هدفمند

4 
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directed assembly 

 الگوي تواندمی در اصل کهخارجی  )7-2( اسینانومقاجزاء  از استفاده با ساختار یک شدههدایت تشکیل
 .باشد داشته ايشدهتعریف

4-5 

 هدفمند خودآرایی

directed self-assembly 
 است. الگو یا گیريجهت ساختار، یک تولید يبرا خارجی عاملمداخله  متاثر از )11-4( ییخودآرا

 شیمیایی )وشی( گرادیان ساختاري، یا شیمیایی قالب یک ،میدان اعمالیشامل:  خارجی مداخله عامل هایی ازمثال -یادآوري
 .سیال هستند جریان و

4-6 

 لیتوگرافی

lithography 

 .استالگو  یک يتکرارپذیر ایجاد

 یا و چاپ انتقال، هايروش با یکی از زیرلایه یک روي ماده انتقال با یاو  تابش به حساس ماده یک در تواندمی الگو -یادآوري
 ود.ش تشکیل مستقیم نگاشت

4-7 

 ايچندلایه نهشت

multilayer deposition 

 است. ايچندسازه ساختار اي بالایه تولید براي اولیه ماده چند یا دو ی ازمتناوب نهشت

4-8 

 نانوتولید

nanofabrication 

 است. ) 8-3( نانوساختاري یا مواد )5-3( نانواشیاء آگاهانه  ساخت براي هافعالیت از ايمجموعه

4-9 

 نانوساخت

nanomanufacturing 

5 
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 منظور دستیابی بهبه )7-3( مقیاسنانو در ساخت مراحلیا و  )4-3( نانومواد کنترل یا و ایجاد ،آگاهانه سنتز
 .است تجاري فاهدا

 ]1395 سال :80004-1شماره  ایزو -ملی ایران استاندارد ،11-2 زیربند ع:منب[ 

4-10 

 نانوساخت فرایند

nanomanufacturing process 

 ساخت در مراحلیا و  )4-3( نانومواد کنترل یا ایجاد ،آگاهانه سنتز منظوربه هافعالیت اي ازمجموعه
 .است تجاري فاهدا براي )7-3( مقیاسنانو

 ]1395 سال :80004-1شماره  ایزو -ملی ایران  استاندارد ،12-2 یربندزمنبع: [

4- 11 

 خودآرایی

self-assembly 

 .کنندمی ماندهیسا هاییساختار یا الگوها اب را خود ،اجزاء آن که درخود هخودب یعمل

4- 12 

 کردن سطحدارعامل

surface functionalization 

 انتخـابی  فیزیکـی  یـا  شیمیایی کارکرد از یک تا شودمی لاعما سطح یک روي بر که است شیمیایی يفرایند
 .مند شودبهره

4- 13 

 نانوساخت بالا به پایین

top-down nanomanufacturing 
 .کنندمی ایجاد را )7-3( اسینانومق ساختارهاي ،بزرگ مقیاس اشیاء از که هستند هاییفرایند

 چیدمان هدفمند مربوط به اصطلاحات     5

5-1 

 یالکترواستاتیک با نیروي چیدمان

6 
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electrostatic driven assembly 

 یا افزاره یک در )7-3( اسینانومق عناصر دادن قرار دهی یاجهت منظور به الکترواستاتیک نیروي از استفاده
 .است ماده

5-2 

 سیالی ترازيهم

fluidic alignment 

 .است ماده یا افزاره یک در )7-3( اسینانومق عناصر دهیجهت براي سیال جریان از استفاده

5-3 

 مراتبی سلسله چیدمان

hierarchical assembly 

گانه چند یطول هايمقیاس در ساختاریک  کنترل براي )9-4( نانوساخت فرایند نوع یک از بیش استفاده
 است.

5-4 

 مغناطیسیبا نیروي  چیدمان

magnetic driven assembly 

 پیکربندي یا الگو یک در )7-3( اسینانومق عناصر/ذرات در چیدمان براي مغناطیسی نیروي از استفاده
 .است موردنظر

5-5 

 شکل بر مبتنی چیدمان

shape-based assembly 

 .است موردنظر پیکربنديیا  الگو به دستیابی براي )6-3( نانوذرات هندسی شکل از استفاده

5-6 

 ابَرمولکولیچیدمان 

supramolecular assembly 

 سـطحی  لیگانـدهاي  بـا  )6-3( نـانوذرات  یا هامولکول چیدمان براي یسکووالانغیر شیمیایی پیوند از تفادهاس
 .است

 

7 
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5-7 

 سطحبه سطح انتقال

surface-to-surface transfer 

، رشـدکرده و  یافتـه نهشتآن  رويبر  )6-3( نانوذراتاي که زیرلایه یک سطح از ساختارها یا نانوذرات انتقال
 .است دیگر یک زیرلایه روي به ،یافته نچیدمایا 

 خودآرایی هايفرایند مربوط به اصطلاحات      6

6-1 

 کلوئیدي تبلور

colloidal crystallization 

 ،1(NOAAs) هـا  آنهـاي  کلوخـه و  هاانبوههو  )5-3( نانواشیاءحاوي  محلول یک از )6-3( نانوذرات نشینیته
 .استشونده واحدهاي تکرار ازاي آرایه ي از ذرات براي تشکیلامجموعه شاملکه  يجامد تشکیل براي

 است.شده پذیرفتههاي نانوساخت فرایند در کاربرداما براي نیست نانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

6-2 

 رونشانی مکانی

graphioepitaxy 

 .است )7-3( اسینانومق 2نگاريمکان هايخصیصه از استفاده با )5-4( یی هدفمندخودآرا

 سـاختار  کـه  زیرلایـه اسـت   یـک  بالاي در اضافی لایه یک رشد و سطح روي نازك هلای یک رشد شاملاین روش  -1 یادآوري
 .دارد زیرین بلور با متفاوت یا مشابه

 است.شده پذیرفتهنانوساخت هاي فراینددر  کاربرداما براي نیست نانوساخت  به اصطلاح منحصراین  –2 یادآوري

6-3 

 ییونهباریکبا  سطح ازسازيب

ion beam surface reconstruction 

 )7-3( اسینانومق در تواندمی که استی سطح اصلاح ایجاد براي شدههیدشتاب ییون باریکه یک از استفاده
 باشد.

1- Nano-Objects and their Agregates and Aglomerates 
2- Topographical 
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 ت.اسشده پذیرفتهنانوساخت هاي فراینددر  کاربرداما براي نیست نانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

6-4 

  بلاجت -یرونگملا نازك هلای تشکیل

Langmuir-Blodgett film formation 

 است. مایع -هوا 1میاناي یک در نازك هیلا یک ایجاد

6-5 

  تجبلا -یرونگملا هلای انتقال

Langmuir-Blodgett film transfer 

سـطح   روي بـر  ،مـایع  -هـوا  عمایمیاناي  یک درشده تشکیلبلاجت  -لانگمویر مولکولینازك  هیلا یک انتقال
 .است پشتیبان مایع در جامد بستره یک بردن فرو با، جامد یک

6-6 

 لایهبهلایه نهشت

layer-by-layer deposition 

LbL deposition  
زیـرین دیگـري قـرار     که هر یک بـر روي لایـه   بار مخالف با ییهاالکترولیتپلی نهشت الکترواستاتیک فرایند
 اند.گرفته

6-7 

 شدههمدول عنصري شیمیایی کنشگر وشر

modulated elemental reactant method 

  تشـکیل  بـراي  ییالگـو  عنـوان بـه  ،شـده ترکیبـات کنتـرل  از نواحی  با بخار از یافتهنهشتساز پیش از استفاده
 .است ساختار چند یا دو ازشده تعویض هايلایه

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن نیا -یادآوري

6-8 

 خودآرا لایهتک تشکیل

self-assembled monolayer formation 

3- Interface 
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SAM formation  

 ،محلـول  یـا  بخـار  فاز از جامد سطح یک روي یافتهسازمان مولکولی هلایتک خودي)دي (خودبهاغیرار تشکیل
 .است ضعیف مولکولیبین کنشبرهم و سطح به مولکول پیوند شده از یکمشتق

6-9 

 راستانووک -استرانسکی رشد

Stranski-Krastanow growth 

شود و ادامه آن به صورت شروع می )6-10( وندر مرو -فرانک دوبعدي رشدبا حالت  که نازك لایه رشد حالت
 است. )6-11( وبر -ولمربعدي رشد سه

6- 10 

 وندر مرو -فرانک رشد

Frank-van der Merve growth 

 است. لایه، لایه نازكبهرشد لایه

نسـبت بـا    يتـر يقـو  ارتبـاط  هبسـتر  بالایه نازك  کی يهااست که اتم یتیوضع با متناظروندر مرو  -فرانکرشد  –1 يیادآور
 باشد.شود که لایه قبلی کامل شدههنگامی شروع میهمین دلیل، رشد لایه بعدي به دارند. یکدیگر

 بعدي است.دو کاملا رشد حالتیک  وندر مرو -رشد فرانک –2 یادآوري

6- 11 

 وبر -ولمر رشد

Volmer-Weber growth 
 است. اي لایه نازكرشد جزیره

نسـبت بـه    يتـر يقـو  لایه نازك با یکدیگر ارتباط کی يهااتمدر آن،  است که یتیوضع متناظر با وبر -ولمررشد  –1 یادآوري
 دارند. بستر

 بعدي است.رشد سه حالتیک  )11-6( وبر -ولمررشد  –2 یادآوري

 سنتز مربوط به حاتاصطلا       7

 فیزیکی  هايروش -يگازفاز  هايفرایند       7-1

7-1-1 

 سرد گاز يپویا افشانش

10 
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cold gas dynamic spraying 

 بـر  و پس از آن اندشدهسیال  متعارف پودرهاي یا) 7-3( اسینانومق بلورین هايپودر که در آناست ي فرایند
 .شوندمی راکممت ،اثربی گاز یک تحت دمش سریع پوشش سطح یک

 است.شده پذیرفتهنانوساخت هاي فراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

  الکتریکی هجرق با نهشت هايفرایند  7-1-2

  الکتریکی هجرق نهشت با

electro-spark deposition 

 اسـت کـه بـراي    بـالا  جریان با و مدت کوتاه یکیالکتر هايتپ از استفاده با 1یی تپقوس ریزجوشکاريِ فرآیند
 شود.بستره استفاده می یک روي الکترود ماده نهشت

7-1-3 

 یالکترون هباریک تبخیر

electron-beam evaporation 

 بسـیاربالا ء خـلا  یا و بالا ءخلا در شرایط انرژيپر  هاي نالکترو برخورد با با مادهیک  ،آن در که ي استفرایند
 شود.می تبخیر بستره روي تنهش براي

7-1-4  

 سیم الکتریکی انفجار

wire electric explosion 

 تبخیـر  سیم است که باعث یک از طریق بالا جریان چگالی با الکتریکی تپی اعمال با )6-3( نانوذرات تشکیل
 شود.بعدي می چگالش و

7-1-5  

 انجمادي کردنخشک

freeze drying 

 است. ءخلا تصعید در از پس بلافاصله سریع، استفاده از سرمایش با ییزدازدایی یا آبحلال حذف

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

 

1- Pulsed-arc micro-welding 
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7-1-6  

 ايافشانه کردنخشک

spray drying 

 از قطراتـی کـه    مـایع  سـریع  )10-2-8( تبخیـر  بـا  دوغـاب  یـا  یک مایع از خشک روشی که در آن یک پودر
 .شودتولید می ،داغ یا مشابه آن گاز یک با تماس طریق از اندتشکیل شده پاشیمه با

7-1-7 

 بحرانی فوق انبساط

supercritical expansion 

 افـزاره  یـک   بـا  بحرانـی  و فشـار  بحرانـی اَبردمـاي   از بـالاتر محلول در  انبساط در اثر  )5-3( نانواشیاء رسوب
 .استافشانش  دستگاه وسیله یکبهاي افشانه

 است.شده پذیرفتهنانوساخت هاي فراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

7-1-8 

 تعلیقهی احتراق گرمایی افشانش

suspension combustion thermal spray 

 .شود می وارد پلاسما یک جت به مایع تعلیقه شکل به سازپیش آن در که )16-2-8( گرمایی افشانشنوعی 

7-1-9 

 تبخیر

vaporization 

 .است پلاسما یا گازفازهاي  به مایع یا جامد فاز از فاز تغییر فرایند

 فرایند این .گیردمی قرار مورداستفاده هدفبستره  یک روي بر شدهبخار مواد نهشت منظور به اغلب تبخیر فرایند -1 یادآوري
  .ودش می شناخته PVD(1(بخار  یکیزفی نهشت عنوانبه در مجموع

با خلاء  PVD روش .شود می انجام تور 10-6 تا 2تور 10-9 فشارهاي در طور معمولبالا به خلاءبا  PVD روش -2 یادآوري
 .تور است 10-9کمتر از  فشار در نهشتنیز انجام  ار بالایبس

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -3 یادآوري

1- Physical Vapour Deposition 
2- Torr 
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  شیمیایی هايروش -گازي فاز هايفرایند   7-2

 ايشعله سنتز هايفرایند    7-2-1

7-2-1-1 

 مایع سازپیش احتراق

liquid precursor combustion 

 محلول یک مادهگر واکنش طریق از ،انبوهه شکل به )4-3( مادهنانویک  طور معمولبه، جامد یمحصول ایجاد
 .است اکسیدکننده یک با اولیه

 است.شده پذیرفته نانوساخت يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  بهمنحصر  اصطلاحاین  -یادآوري 

7-2-1-2 

 ییپلاسما افشانش

plasma spray 

 هیونیـد  يگـاز  منبـع  یک از ، انبوهه شکل به )4-2( مادهنانویک  طور معمولبه ،جامد محصول ی ازجت ایجاد
 .  است

 است.شده پذیرفته نانوساخت يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  به منحصر اصطلاحاین  -یادآوري

7-2- 1- 3 

 زایشیتف

pyrogenesis 

 مـاده نانویـک   طور معمـول  به ،جامد محصول تولید براي ییگرما منابع سایر یا احتراق از استفادهروشی که با 
 .  استشده هواسل ،افشانش یک به کمک، انبوهه شکل به )2-4(

 است.شده پذیرفتهنانوساخت  يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستساخت نانو به منحصر اصطلاحاین  -یادآوري

7-2-1-4 

  یمحلول سازپیش ییپلاسما افشانش

solution precursor plasma spray 

  حـاوي  و شـود مـی  تشـکیل ی محلـول در ) یتعـادل ( گرمـایی  يپلاسـما  آن در کـه است  گازي فاز فرایندیک 
 ،جامـد  محصـول  یک ،کردن خنک حین در که شودمی گازي هايگونه یداست که منجر به تول ییهاسازپیش

 شودمیایجاد ، انبوهه شکل به )4-3( مادهنانویک  طور معمولبه

 شده است. پذیرفتهنانوساخت  يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  بهمنحصر  اصطلاحاین  -دآوريیا

13 
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7-2-1-5 

 گرمایی افشانشکافت تف

thermal spray pyrolysis 

 طریـق  از ،مـایع  هايازسپیش از، انبوهه شکل به )4-3( مادهنانویک طور معمول  به ،جامد محصول یک ایجاد
 .است گرمایی منبع یک از استفاده با واکنش و مایع کردنریزافشانی

 است.شده پذیرفتهنانوساخت  يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  منحصر به اصطلاحاین  -یادآوري

  اصطلاحاتسایر   7-2-2

7-2-2-1 

 داغ ايلوله هدیوار واکنش

hot wall tubular reaction 

 و بـالا  یدمـای  در واکـنش  سـطح  آن در کـه  ايلولـه  هکور یک در شدهانجام ،)4-2-8(بخار  شیمیایی نهشت
 .شودنگه داشته میشده کنترل

 .یستننانوساخت  منحصر به اصطلاحاین  -یادآوري

7-2-2-2 

 فوتوگرمایی سنتز

 

photothermal synthesis 

شده و این امر  گرم فروسرخ تابش جذب با گازي هايگونه سایر یا سازپیش یک آن در که يگاز فاز فرایند
 ،)6-3( نانوذره یک معمولاً ،جامد محصولی تولید وساز پیش گرمایی تجزیه و گاز شدن گرم به منجر

  .شودمی

 است.شده پذیرفتهنانوساخت  يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  بهمنحصر  اصطلاحاین  -یادآوري

7-2-2-3 

  جامد -مایع -بخار الیافنانو سنتز

vapour-liquid-solid nanofibre synthesis 
VLS 

 مـایع  ورکاتـالیز  حضـور  در و گـازي  شـکل  در خـوراك  مـواد  از ،بسـتره یـک   روي بـر  )3-3( افی ـنانوال رشد
 .است

14 
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 بـا  يبخـار  سـرعت  بـه  توانـد مـی  کـه  شـود مـی  اسـتفاده  لیـف  انتهـاي  در مـایع  فـاز  از ،الیاف براي VLS روشدر  -یادآوري
 .دهد رخ بلور رشد پسس وجذب کند بررا  بالا اشباع سطوح

  فیزیکی هايشرو -فاز مایع هايفرایند    7-3

7-3-1 

 الکتروریسی

electrospinning  

 .است مایع فاز یک از ریز الیاف ایجاد براي الکتریکی تانسیلپ از استفاده

 .نیستنانوساخت  منحصر به اصطلاحاین  -یادآوري

7-3-2 

 درجا اي لایهبسپارش میان

in-situ intercalative polymerization 

 هاچندسازهنانو که موجب تشکیلاست  بسپارش  آن دنبال به و ايلایه معدنی مواد در 1پارهاتک دادن قرار
 .شودمی) 3-2(

 است.شده پذیرفتهنانوساخت  يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  منحصر به اصطلاحاین  -یادآوري

7-3-3 

 نانوذرات پراکنه

nanoparticle dispersion 

 یـا  و رهاي سـطحی با ،شدهاضافه مولکولی هايلیگاند وسیلهبه مایع یک در )6-3( نانوذرات از ايتعلیقه ایجاد
 .است نشینیکاهش سرعت ته یا جلوگیري براي که اهکنشبرهم دیگر

7-3-4 

 ينوار گريریخته

tape casting 

 .است صاف سطح یک روي بر یسرامیکخمیر از  یدوغاب پخش با لایهماکرو نهشت یک

 .دنباش لایه این ترکیب از بخشی )6-3( نانوذرات است ممکن -1 یادآوري

1- Monomers 
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 است.شده پذیرفتهنانوساخت هاي فراینددر  کاربرداما براي  ،نیست نانوساخت به منحصر اصطلاحاین  -2 یادآوري

7-3-5 

 اي ترَآسیاکاري گلوله

wet ball milling 
 یشترب یسخت با کنندهخرد هاییگلولهبا خوراك مواد  غلتش یقاز طر یعدر ما )6-5-7( خردایش فرایند

 موردنظر را ایجاد کند. ياجزا هاندازکاهش  براي موثري یروين (از مواد) است تا

 .شود میشناخته  »دوغاب«به عنوان  فراینداین محصول  -1 یادآوري

 است.شده پذیرفتهنانوساخت هاي فراینددر  کاربرداما براي  ،نیست نانوساخت منحصر به اصطلاحاین  –2 یادآوري

  شیمیایی هايروش -مایعفاز  فرایند    7-4

7-4-1 

 يسلولز تودهزي يیداس کافتآب

acid hydrolysis of cellulose biomass 

 يسـلولز  منـاطق هضـم   يشـده بـرا  واکنش کنتـرل  طیتحت شرا يقو یمعدن يدهایکه در آن از اس يفرایند
انـد،  فـرآوري شـده  صـورت مناسـبی پـیش   که به يسلولز تودهيزاز  يسلولز ينانوبلورها يو رهاساز شکلبی

 .)نیپروتئ ای نیگنیعنوان مثال حذف ل(به شودیاستفاده م

 کـه    يسـلولز  مختلـف  منابعتوانند از یم يسلولز ي، نانوبلورهاISO/TR 19716: 2016 با توجه به استاندارد  -1 یادآوري
 نی ـاشوند. استخراج  هاکاتیتونها و يها، باکترجلبک ،سالهیک اهانی) مانند چوب، گ»یبوم« ای(آیند وجود میبه یعیطبطور به

 .شوندیم دهینام »يسلولز تودهيز«منابع در مجموع 

ملـی ایـران    اسـتاندارد  بـه  بـا توجـه  ، »سلولز يبلورهازیر«به نام  نی(همچن ریزبلوريلازم به ذکر است که سلولز   -2 یادآوري
 و دهایآزاد شـود. اس ـ  یمعـدن  يدهایبا استفاده از اس يتوده سلولزياز ز تواند می) الف در پیوست، 1398 سال :20602 شماره

 .متفاوت است ،شودیسلولز استفاده منانوبلورهاي  دیتول يکه برا یطیسلولز با شرا يهاریزبلور دیتول يواکنش عموماً برا طیشرا

7-4-2 

 ايرهذنانو رسوب

nanoparticle precipitation 
 .شودیکنترل م 1سینتیکی عوامل اباندازه ذرات  ،که در آن یمحلول يهااز واکنش )6-3( نانوذرات تشکیل

1- Kinetic 
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7-4-3 

 سریع معدنی چگالش

prompt inorganic condensation 
آوري عملو  )17-2-8( دهی چرخشیپوشش روشبا  یصاف و متراکم اتم نازك يهالایهخودکار  یريگشکل

ي فلـز  -آلی یمولکول هايادهمیشپبراساس  ،یینپاي دما با ی عاري از مواد آلیآب هايمحلولدر دماي پایین 
 .است

 نیست.نانوساخت  به منحصر اصطلاحاین  -یادآوري

7-4-4 

 ژللس فرایند

sol-gel processing 
تر متراکم تواندی(ژل)، که م یکپارچه هشبک یک ه(سل) ب یديکلوئ ۀیقتعل یا یمیاییمحلول ش یک تبدیل

 .شود

 .نیستنانوساخت  به منحصر اصطلاحاین  -یادآوري

7-4-5 

 برواست فرایند

Stober process 
 یمولکول وزنبا  یاكآمون الکل واز  یبیو ترک یلیکاتاورتوس یلآلک تترا یکبا استفاده از  یلیکاتذرات س تولید

 است.آب  استفاده ازبدون  یاو  استفاده با ،کم

 است. یلیسسنتز س يبرا )4-4-7( ژلسل فرایند یک ،روش ینا -1 یادآوري

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -2 یادآوري

7-4-6 

 فعالمواد سطح گیريقالب

surfactant templating 
 در پیکربندي ساختاریافتهکه پس از آن  يطوربه ،خودآرا یمولکول يهاگونهراي بفعال مواد سطحاز  استفاده

 .شوندجامد ) 7-3( یاسنانومق در
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 MCM-41 1 : مثال

  فیزیکی هايشرو -جامد فاز فرایند   7-5

 بلوکی سپارب همفاز  یشجدا  7-5-1

block copolymer phase segregation 

 قابل انعطافیرغ سپاريب يایرهزنج يهابخش جدایشاز بعدي و سه بعديدو هشوندتکرار يساختارها تشکیل
 . است

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

7-5-2 

 سپار بلوکیب هم گیريقالب

block copolymer templating 
 .است )7-2( اسینانومقبه ساختار  یدنرس يبرا ايتوده بلوکیبسپار  همفاز  در مادهیک  تلفیق

 است.شده پذیرفتهنانوساخت  يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -1 یادآوري

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -2 یادآوري

7-5-3 

 سرد کاريپرس

cold pressing 
 است. ها آن تراکم شیافزا و اتصال ياتاق، برا ي)، معمولاً در دما7-3( اسینانومقذرات  پرس

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

7-5-4 

  محدودنوار  پیوسته یبرشتغییرشکل 

conshearing continuous confined strip shearing  
C2S2 

 یکل ابعاد توجه درقابل ییرتغبدون تودهفلز  یکدر  هادانه ایجاد يبرا زیاد یاربس 2مومسان کرنشاز  تفادهاس
 . است

1- Mobil Composition of Matter No. 41 
2- Plastic strain 
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 است. یافتهبهبود یاربس یکیقطعات سبک وزن با خواص مکان یدتول ،یهدف اصل -1 یادآوري

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -2 یادآوري

7-5-5 

 شدن ايواشیشه

devitrification 

 کند. میایجاد  )7-3( اسینانومقساختار  یا حفرهکه  يبه حالت بلور يایشهساختار از حالت ش تغییر

7-5-6 

 ایشخرد

grinding 
 .است یشترب سختیبا  ماده یکدر تماس با  ها آن یکیبرش مکان یقاز طر )6-3( نانوذرات یجادا

 است.شده پذیرفتهنانوساخت  يهافراینددر  کاربردما براي ا ،نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

7-5-7 

 بالاسرعت کاريریزماشین

high-speed micromachining 
  ،ماده یاجسم  یکسطح روي  ها آنایجاد  یاو  یک جسم تودهاز  يبعدو سه بعديدو یقدققطعات  ایجاد

 .ستا معین ههندسبا برش  يابزارها استفاده از برش با هوسیلهب

 شود.یم ) حاصلr/min000،100 تا  r/min30،000   ینمعمولا ب( 1ماهک سرعت بالاي برشبا  ،دقت -1 یادآوري

 2»با رایانه شدهکنترلعددي  کاريینماش«و  يفرزکار ،فراصوت ،ییون هباریک، یالکترون هباریک یزر،توان از لیم -2 یادآوري
 استفاده کرد.

 متفاوت است. ،خاص فناوريهر توجه به با سرعت بالا  یفتعر -3 یادآوري

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -4 یادآوري

7-5-8 

 ییون کاشت

ion implantation 

1- Spindle 
2- Computer Numbering  Controlled Machining 
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 .است مجدد تبلورو  تخریب باسطح  سازنده ماده براي اصلاح برخوردي شار يانرژپر هاي نیواز  استفاده

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

7-5-9 

 زایشی زم کاريآسیا

cryogenic milling 
 .است )K123  یا -238 ℉ ،-150℃(کمتر از یا کمتر  زایشیزم يدماتحت  )6-5-7( خردایش

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

7-5- 10 

 خشک ايکاري گلولهآسیا

dry ball milling 
 يبرا، ها آناز  یشترب یسخت باخردکننده  يهاگلوله هلوسیهب ،غلتش مواد یقاز طر )6-3( نانوذرات ایجاد

 .جوشی شوندتف تا شوندمیگرم  پس از آنکه سازگار نا هچند نانوذر یاکردن دو مخلوط

 است.شده پذیرفتهنانوساخت  يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

7-5- 11 

  ايلهحمرچند ايسکهآهنگري 

multi-pass coin forging 
 ـ و یدشـد  مومسـان شکل  ییربا استفاده از تغ )7-3( اسینانومق يها دانه ی بایساختارها تولید  پـرس  یلهوس ـهب
چرخانـدن   آن بـه دنبـال  و  عبـورکرده  شکل ینوسیس قالبدو  ینب ازورق  ابتدا فراینددر این  است. یکیمکان

 .افتداتفاق می ،طحمس نورد یا آهنگريپس از قطعه کار 

 است.شده پذیرفتهنانوساخت  يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

7-5-12 

 یقالبنانو رشد

nanotemplated growth 
 یـا  )6-3( نـانوذرات  یلتشـک  يبـرا و در فضاي محدود  )7-3( اسیمقنانودر محلول  یابخار از فاز مواد  نهشت
   .است )8-3( نانوساختارمواد 

7-5-13 

  اينانوذره پراکنه بسپار
20 
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polymer nanoparticle dispersion 

 بسـپاري  زمینهبا ي اهچندساز نانوذرات تولید براي که مایع بسپار بستر یک در )6 -3( نانوذرات کردن مخلوط
 .اندجامد شده

7-5-14 

 گرم کاريپرس

hot pressing 

 .است بالا دماي در شکننده و سخت مواد ساخت براي بالا فشار با درپو متالورژي فرایند

 .شود استفاده) 4350℉( 2400℃معمول  دماي و )MPa50 )psi7300  تا فشارهاي از است ممکن -1 یادآوري

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -2 یادآوري

7-5-15 

 ايهذرنانو جوشیتف

nanoparticle sintering 

 در اثـر اعمـال   ذرات بـین  و داخل یاتم حرکت وسیلههب ها آن میاناي تماسی افزایش و )6-3( نوذراتنا اتصال
 .استا گرم

اضافه شده  »نانوذرات« -تغییریافته، 1397 سال :15016ملی ایران شماره  استاندارد، 120-2زیربند  منبع:[ 
 ].استجایگزین شدهتعریف در  »نانوذرات« ،»ذرات«و به جاي 

7-5-16 

 ايجرقه ییپلاسما جوشیتف

spark plasma sintering 

 در هاپودر هدایت براي یتپ  DCيها آنجری اعمال از استفاده باو  مکانیکی فشار تحت پودرهاسازي متراکم
 داخلی ساختار شدن جلوگیري از درشت و )K/min 1000  تا( بالا بسیار با سرعت سرمایشی یا گرمایش

 .است

  شیمیایی هايشرو -جامد ايهفرایند   7-6

7-6-1 

 بلوکی بسپار هم شیمیایی شکافت

block copolymer chemical derivatization 

21 
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داشته  اتصال انتخابی طوربه کهاست  یهای مولکول یا هااتم کردن اضافه طریق از جامد بلوکی بسپار هم اصلاح

 .یابندمیجدایش  فاز یک به فقط یا

 .نیستنانوساخت  به نحصراصطلاح ماین  -یادآوري

7-6-2 

 الکتروشیمیایی آندایز

electrochemical anodization 

 نانومقیـاس  يمنافـذ  ،نتیجـه  در و شـود مـی  حکـّاکی  و اکسـید  زمـان هم طوربه آند، آن در که است يفرایند
 شود.بالا ایجاد می پذیريکنترل نظم و درجه بامعمولا   )3-7(

 .شود نامیده دي نیزآن حکّاکی عنوان به است ممکن همچنین فرایند این -یادآوري

7-6-3 

 ايلایهفراورش میان

intercalation 

 هايساختارسایر  یا شبکه بلور( میزبان ساختار یک به را) کوچک هاي مولکول اتم،( ناهمگن ماده که يفرایند
 کند.وارد می مولکولی)بزرگ

7-6-4 

 فازيدو هايروش

two-phase methods 

 بـا  جامـد  چندسـازه  یـک  شـوند تـا  سرد مـی  سریع سپس وشده داده گرما ،مواداز  دوتایی مخلوطکه روشی 
 .شود تولید )7-3( اسینانومق هايخصیصه

 ساخت مربوط به اصطلاحات      8

8-1 

 ییالگونانو لیتوگرافی

nanopatterning lithography 

8-1-1 

 بعديسه لیتوگرافی

3D lithography 

22 
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 یافت.بعد دست در سه )7-3( اسینانومقهاي ساختار یا الگوها توان بهمی آن در که يفرایند

 است.شده پذیرفتهنانوساخت  يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

8-1-2 

 افزایشی فرایند

additive processing 

بستره روي یافته نهشت هاز ماد ییالگوبراي ایجاد  جدید هماد یک از لایهیک  کردناضافه ي که در آنفرایند
 شود.ستفاده میا

 در .گیرندیمورداستفاده قرار م »شابلون« و »کردن بلند«عبارت  دومقاوم افزایشی لایه فرایند توصیف براي -1 يادآوری
 داده پوشش مواد برابر در یرتماسیغ قاومم عامل نبرداشت از پس الگو و شده اعمال سطح تمام روي جدید ماده هلای ،کردن بلند

. استنشده محافظت مقاومی عامل وسیلهبه ،سطح که شودمی اضافه محلی در فقط جدید مواد ،شابلون در .شودمی ظاهر شده،
 ]محل آن در مقاومهلای یک با) 7-2-8( نهشتالکترو مانند[

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -2 یادآوري

8-1-3 

  بلوکی بسپارهم یتوگرافیل

block copolymer lithography 

الگـوي   بـا بسـپاري   هـاي قالـب  شود تـا استفاده می بلوکیبسپارهمدر  میکروفاز جدایش ازکه در آن  يفرایند
 ایجاد شوند. )7-3( اسینانومق

 است.شده پذیرفتهاخت نانوس يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

8-1-4 

 کلوئیدي بلور یقالب لیتوگرافی

colloidal crystal template lithography 

 حکـّاکی  یا نهشت رايبعدي بیا سه بعديدو چارچوب ایجاد براي نبلوری کلوئیدي ذرات ازکه در آن ي فرایند
   .شوداستفاده می

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

8-1-5 

 عمیق فرابنفش لیتوگرافی

deep ultraviolet lithography 
DUV 

23 
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 nm 280تـا   nm 100 موج طول گسترهدر بنفشفرا با استفاده از یک نور 1نورفعالبسپار یک  ه الگوییهمواج
 .است

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

8-1-6 

 قلمی نوك نانولیتوگرافی

dip-pen nanolithography 

 سـطح  بـر  ،یبا سطح هلال حلال یک از مشخص مواد انتقال براي روبشگر سوزناز یک  آن در که ی استشرو
 .شودمی استفاده nm 100 زیر یطول مقیاس دربستره  الگودهی به برايو بستره 

 اسـت  مخصوصی هايمولکولشده از دهیپوشش AFM(2( میکروسکوپی نیروي اتمی نوك یک معمولاً سوزناین  -1 یادآوري
 تواننـد مـی  شدهدهیپوشش مواد دیگر، موارد در. باشد) لایهتواند تکشده است این لایه میداده نهشت سطحاي از لایه روي که

 .باشند )6-3( هنانوذر

 اطلاعـات . ایـن  شـد  تهیـه  NanoInk شرکت بود که توسط یمحصول ينام تجار Dip Pen Nanolithography -2 یادآوري
اگـر بتـوان   . سـت یناین محصول از طرف سـازمان اسـتاندارد    دییتابه منزله است و ارائه شده استاندارد نیران اکارب یراحت يبرا

 استفاده شود. محصولاتاین  ممکن است از شوند، یمنجر م یکسانی جیبه نتا ت مشابهمحصولا نشان داد که

 ]ISO 18115-2: 2013 استاندارد، 5.40 زیربند منبع:[ 

8-1-7 

 الکترونیهباریک افیلیتوگر

electron-beam lithography 

 یک حلالیت اصلاح براي یالکترون متمرکز و شدهیکانون جریان یک از که یمستقیم نوشتاري الگودهی فرایند
 . شود می استفاده مقاوم هلای

8-1-8 

 شدید بنفشفرا لیتوگرافی

extreme ultraviolet lithography 
EUV 

1- Photoactive 
2- Atomic-Force Microscopy 
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 nm 20 تـا  nm 10 حـدود  در با طول مـوجی  الکترومغناطیسی تابش معرض در مقاوم هماد قرارگرفتن فرایند
 .است

 .شودمی استفاده انعکاسی نوري تجهیزاتاز  معمولا تابشکردن کانونی براي -یادآوري

8-1-9  

  شدهکانونی یونی هباریک لیتوگرافی

focused ion-beam lithography 
FIB lithography 

 هلای ـ یـک  حلالیـت  اصـلاح  بـراي  شدهکانونی یونی باریکه یک از که است یمستقیم نوشتاري الگودهی فرایند
 .شود می استفادهمقاوم 

8-1-10 

 وريغوطه اپتیک

immersion optics 

 ضریب تطابق کند تاکرده و مقاومت می ورغوطه عدسی چشمی را که )21-1-8( فوتولیتوگرافی فرایند
 .فراهم شود مایع یک درشکست 

8-1-11 

 یتداخل لیتوگرافی

interference lithography  

در لایه  )7 -3( اسینانومق یشدن ظاهر الگوهايو  تابش تداخل الگوي ایجاد براي پراش هايشبکه از استفاده
  . است مقاوم

8-1-12 

 القایی یون نهشت

ion-induced deposition 

  مولکول یک موضعی واکنش ایجاد یا تسریع براي هایون از متمرکز و شدهکانونی یجریان از استفاده
 .است نهشته مواد با شدهجذببر

8-1-13 

  القایی یون حکاکی

ion-induced etching 
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بـراي   شـده جـذب بر مولکـول  یـک  موضـعی  واکـنش  ایجاد براي متمرکز شده وکانونی ییون هباریک از استفاده
 .استبستره  ماده حکاکی

8-1-14 

 یون افکنش لیتوگرافی

ion projection lithography 

لایه  ه باهمواج در )7-2( اسینانومق الگوهاي ایجاد براي ماسک با تماس در یافتهشتاب هايیون از استفاده
 است. مقاوم

8-1-15 

 تماسیزیر چاپ

micro-contact printing 

  وسـیله بـه  الگـو  و شـده بـرده  فـرو  جـوهر  یک در نرم قالب یک آن در که )25-1-8( نرم یتوگرافیل ی ازشکل
 شود.منتقل میبستره  یک به فشاردادن

 بسترهموضعی  یسطح هايویژگی به شدت به انتقال، درستی شوندمی استفاده جوهر عنوان به که خاصی مواد براي -یادآوري
 .است وابسته

8-1-16 

 ايریزشاره نهشت

microfluidic deposition 

 مـاده انتقال  کردنآسان براي یئچندجز جامد یک در نانومتري یا يمترمیکرو مقیاس هایی باکانال از استفاده
 .بستره است سطح بر جامد حالت به محلول یا مایع حالت از

 است.شده پذیرفتهنانوساخت  يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

8-1-17 

 نانوییسازي برجسته

nano-embossing 

 . است قالبیک  از استفاده با نازك لایه انتقال به جاي به توده مادهیک  به الگو یک انتقال

 .شودنیز می بعديی سهدهالگو شامل تعریف این -1 یادآوري

 معمولا، ایجادشده هبرجست نقش. نیست محدود ،قالب با شدهجایگزین مواد جریان ،)1-4-8( سازيبرجسته در -2 یادآوري
 .شود می استفاده بعدي فرآوري در ،الگودار مقاوملایه ،کردنمنقوش در کهدرحالی .است یینها محصول

26 

 
 



 1401سال : (تجدیدنظر اول) 80004-8ماره شایزو  –ایران ملیاستاندارد 

   

27 

 
 

8-1-18 

 نانویی کردن منقوش لیتوگرافی

nano-imprint lithography 
NIL 

 یـا  ،ماسـک  ،مهـر  قالـب، « معمولا(که  )7-3( اسینانومققالب  یک پرس باالگو  یک ،آن در که است يفرایند
 یـا  گرمـایی پخـت  مـراه هبه شکل تغییر قابل مقاوم هماد یک با موردنظر الگوي به) شود می میدهنا» قالبِ الگو

 .شودمتعاقب، تبدیل می ينور

ه بـه  اولی )6 -4( یتوگرافیل یک وبوده  چاپ فرایند یک این است،شده تعریف قالب توپوگرافی با الگو اینکهدلیلبه -1 یادآوري
 رود.شمار نمی

  برابـر  در مقـاوم لایـه  از خاصـی  نـوع  از اسـتفاده  بـا  )7-3( اسی ـنانومقکـردن  لیتـوگرافی منقـوش   انـواع معمـولا   -2 یادآوري
 هنگـام  تواندب که طوري بهشده دادهحرارت مقاوم لایهاین  ،1گرمامومسانی يبسپار مواددر  شوند.بندي می، تقسیمکردنمنقوش

 ـ مایع هاولی مقاومت جاییهجاب از بعد دهیگرما ،گرم و سخت هايلایه در. کندشارش می، قالب به فشار اعمال  قالـب اعمـال   هب
 از کـه  هاییفراینـد  .)این مورددر شفاف ( شود تنظیمقالب  در نور از استفاده با تواندمی نور برابر در حساس مقاوم لایه .شودمی
 )7-3( اسینانومق نوري کردن، منقوشنوريکردن شمنقو« مختلف، کارگران توسط ،کنندمی استفاده نور به حساس مقاوم لایه

 .شود می نامیده »شیا گام و فلا

8-1-19 

 طبیعی لیتوگرافی

natural lithography 

 .  استشده تعریفدهند، رخ می طبیعت در اي کهاولیه يهاالگو تکرار با اولیه الگوي آن در که ي استفرایند

ایـن  . دهـد  مـی  رخ RNA هـاي  هرشـت  وسـیله بـه  شدهتشکیل الگوي یا کلاژن الیاف روي که یهای هرشت :مثال
  یـک  از اسـتفاده  بـه  نیـازي  الگـو  تعریـف  بـراي  کـه  ی داردقـالب  یـا  ماسـک  یک از استفاده به اشارهاصطلاح، 

 .[12] داردن از یک تابش شدهکانونی  باریکه

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

8-1-20 

  يفاز تباین رينو لیتوگرافیفوتو

phase-contrast photolithography 

1- Thermoplastic 
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 اسی ـنانومق الگوهـاي  پـذیري تفکیـک  افـزایش  براي فازي تغییر هاي1تورك معرض در مقاوم مواد قرارگرفتن
 است. )3-7(

8-1-21 

 فوتولیتوگرافی

photolithography 

 اپتیکی لیتوگرافی

optical lithography 

 ایجاد براي تورك یک طریق از ماسک یک انتقال براي کترومغناطیسیال تابش از آن در که ي استفرایند
 شود. می استفاده الگو

 .شود می استفاده مقاوم ماده یک از معمولا ماسک ایجاد براي -1 یادآوري

 نیست.نانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -2 یادآوري

8-1-22 

 نیپلاسمو لیتوگرافی

plasmonic lithography 

 الگوهـاي  ایجـاد  بـراي  نزدیـک  میـدان  ينـور  تـابش  هدایت براي )7-3( اسینانومق فلزي وهايالگ از استفاده
   .است فوتولیتوگرافیمواجهه  مقاومدر لایه )7 -3( اسینانومق

8-1-23 

  روبشینیروي  با (کاوند)یبپرو نوشتن

scanning force probe writing  

اصلاح صورت درغیر این یا و زنیجوهر ،زنیعلامت براي (SPM)2 روبشی پروب میکروسکوپ سوزن از استفاده
 .بستره است یک سطح موضعی

8-1-24 

 شیمیایی بخار نهشتروبشی  زنی تونل میکروسکوپ

scanning tunnelling microscope chemical vapour deposition 

STM CVD  

1- Reticle 
2- Scanning Probe Microscope 
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 نزدیکی در )7-3( اسینانومقدر حد  )CVD )8-2-4 فرایند تسهیل براي STM سوزن به ولتاژ یک اعمال
 .بستره است روي واقع بر سوزن

8-1-25 

 نرم لیتوگرافی

soft lithography 

 .شود می استفاده) نرم یا( ستومرالا قالب از الگو، انتقال براي آن در که مکانیکی چاپ هايفرایند

8-1-26 

 تفریقی فرایند

subtractive processing 

 .شود می محافظت الگو برابر در مقاوم عامل وسیلهبه که سطحاز  در محلی جزبه ماده حذف

8-1-27 

 ایکس پرتو لیتوگرافی

x-ray lithography 

 اسـتفاده  لیتـوگرافی  الگـوي  ایجـاد  و ماسـک  ظهـور  بـراي  ایکـس  پرتـو  تـابش  از در آن کـه اسـت   فرآیندي
 .شودمی

 بنفشفـرا لیتـوگرافی  (ولـی  [ اسـت  دشـوار  )7-3( اسی ـنانومقاي بـا ابعـاد   باریکـه  در ایکـس  پرتـو  کـردن  تمرکـز م -یادآوري
 ماسـک  یـک  از اسـتفاده  بـا  چـاپ  فراینـد  بـه  ارجـاع  بـراي  ایکـس  پرتـو  یتـوگرافی ل ،])8-1-8( (EUV)شـود)  ملاحظه  شدید

 یـک  ی ازغشـای  شـامل  معمـولا  ماسـک ایـن  . شـود مـی  اسـتفاده  ایکـس  پرتـو  بـه نسبت  مات وشفاف  مناطق شامل یالگوی با
 ماسـک تولیـد یـک    بـراي . اسـت  )فلـز  یـک  ماننـد ( بـا جـذب بـالا    مـواد از  یالگـوی  م بـه همـراه  ک ـ ایکـس  پرتو جذب با ماده

 .شود می استفاده مقاوم مواد از معمولا

 نهشت هايفرایند  8-2

8-2-1 

 1جذبرب

adsorption 

 د.شونیز ترجمه می» جذب سطح«یا » جذب سطحی«این واژه در بعضی موارد  -1
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 نیروهايا ب ها آن با تماس در مایعات یا و جامدات سطوحدر  مایع یا شدهحل مواد ،يگاز هايمولکول ماندن

 .است شیمیایی و فیزیکی

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

 ]است.هشد جایگزین یادآوري -، تغییریافتهISO 14532: 2014 استاندارد، 2.2.2.7 زیربند منبع:[

8-2-2 

 اتمی هلای نهشت

atomic layer deposition 
ALD 

 خودتخریـب  هـاي  واکنشبا  مواد ايچرخه هشتن طریق از یکنواخت و یکپارچه هاي نازكلایه ساخت فرایند
 کنند.می را ممکن اتمی مقیاس در ضخامتکنترل  که یسطح

 ایجـاد  بـراي  توانـد  میکه  است چرخه یک تکمیل براي متوالی واکنش دو حداقل از استفاده شامل اغلب فرایند این -یادآوري
 .شود تکرار بار چندین موردنظر ضخامت

 

8-2-3 

 شیمیایی بخار نهشت کاتالیزوري

catalytic chemical vapour deposition 
CCVD 

 کاتالیزور است.یک  حضور در گازي هاي مولکول تجزیه هپای بر )4-2-8( بخار ییایمیش نهشت

ــادآوري ــراي CCVD -1 ی ــ ســنتز ب ــاي هنانولول ــ ه ــر )1-3( یکربن ــک روي ب ــیش از بســتره ی ــازيهــايســازپ ــد گ  مانن
 شود.انجام میCo  یا ،Fe، Ni مانند هاییورکاتالیز با) متان لمثا عنوانبه( ها هیدروکربن

  است.نامربوط  يزوریکاتال فراینددر  CCVDاصطلاح  -2 یادآوري

8-2-4 

 بخار  شیمیایی نهشت

chemical vapour deposition 
CVD 

یا مخلوطی  يگاز مادهپیشچند  از ترکیبی ،شیمیایی واکنش وسیلهبه بستره یک روي جامد ماده یک نهشت
 .شود می آغاز گرما هوسیلبه معمولااست که  هامادهاز پیش
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8-2-5 

 ايخوشهباریکه دهیپوشش

cluster beam coating 

 است. منبعباریکه  یک از استفاده با جامد نازك با ساختار لایه یک ساخت براي )6-3( نانوذرات نهشت

8-2-6 

 وريدهی غوطهپوشش

dip coating 
 .استموردنظر  ماده حاوي محلول یک در بستره یک بردن فرو با نازك هیلا یک ایجاد

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

8-2-7 

 الکترونهشت

electrodeposition 
 آبکاري

electroplating 
 .است الکترود یک سطح روي بر محلول درموجود  هاي نیوالکتروشیمیایی  کاهش در اثر مواد نهشت

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -وريیادآ

8-2-8 

 الکترولس نهشت

electroless deposition 

 سطح یک روي، حلقابل کاهنده عاملر حضو درو  محلولموجود در  هاي نیو از مواد خودکاتالیز نهشت
 .است جامد

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصر این -یادآوري

8-2-9 

 افشانشالکترو 

electro-spray 

 است.ی اعمال ولتاژیک  درشده نگهداري نازل یک طریق از افزایش فشار با سطح یک روي بر مواد نهشت

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري
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8-2-10 

 تبخیر

evaporation 

 بسـتره  روي بعـدي  نهشتبراي  بالا بسیار یا بالا خلاء شرایط در گرمادهی اي باماده آن در کهاست  يفرایند
 .شود می تبخیر

 .نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

8-2- 11 

 متمرکز الکترونی  باریکه نهشت

focused electron-beam deposition 

 واکـنش  ایجاد براي هاالکترون از متمرکز و کانونهم جریان یک از استفاده با )4-2-8( بخار ییایمیش نهشت
 .است سطح روي یک سازپیش گاز یک يهامولکول القایی موضعی

8-2-12 

  شدهکانونی یونی باریکه نهشت

focused ion-beam deposition   
FIB deposition 

 .استبستره  سطح به ماده یک یون القایی از انتقال و تشکیل

 ربونیلکهگزا تنگستن مانند يگاز که دهد می رخ زمانی FIB با کمک )4-2-8( بخار شیمیایی نهشت -یادآوري
 (W (CO) 6)گاز ،باریکه وسیلهبه منطقه یک روبش با. شوددادهجذب شیمیایی به نمونه  امکان و شده وارد خلاء محفظه به 

 باقی سطح در نهشته یک عنوانبه تنگستن، مانند ،غیرفرار ءجز. شود می تجزیه غیرفرار و فرار اجزاي به سازپیش
، شود استفاده 1فداشونده لایه یک عنوانبه، باریکه مخرب کندوپاش از پایه نمونه تمحافظ براي نهشته فلز هرچه. ماندمی

 .شوند نهشته ندتوان می نیز پلاتین ماننددیگر  مواد. مفیدتر خواهد بود

8-2-13 

 مولکولی باریکه رونشانی

molecular beam epitaxy 

MBE 

1-Sacrificial 
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 نهشت بلورتک بسترهیک  رويخلاء  در هالکولمو یا هااتم اي ازباریکه آن در که هابلورتک رشد فرایند

 شود.میبستره منطبق با آن  یشناختبلور گیريجهت با ییهابلور ایجاد باعث که کنند می

 خلاءاي با منطقه به )10-2-8( تبخیر منطقه از ،کوچک روزنه یک طریق از بخار فرار امکان کردن فراهم با باریکه -1 یادآوري
 .استشده تعریف بالا

 این در ندتوان می GaAsبستره بر روي  InAsنقاط  به عنوان مثال )7-3( اسینانومق هاي خصیصه با یساختارهای -2 یادآوري
 .کنند رشد کرنش با بکارگیري و روش

 .استشده اقتباس] 13[ مرجع از -3 یادآوري

8-2-14 

 بخار فیزیکی نهشت

physical vapour deposition 
PVD 

 .است )بالا خلاء یک در معمولا( ترکیب یا عنصر چگالش یک سپس و تبخیر با ششپویک  نهشت فرایند

 ]ISO 2080: 2008 استاندارد، 2.12 زیربند منبع:[

8-2-15 

 الکترولیتیلایه پلیبهلایه نهشت

polyelectrolyte layer-by-layer 

 لایهبهلایه 

LbL 

 .است سطح یک روي بر با بار مخالف بسپارها همتناوب تکرارشوند نهشت

8-2-16 

 گرمایی افشانش

thermal spray 

 یا پلاسما احتراق بر مبتنی نانوذرات منبع یک از جامد نازك لایه یک تشکیل براي )6-3( نانوذرات نهشت
 است.

 است.شده پذیرفتهنانوساخت  يهافراینددر  کاربرداما براي  ،نیستنانوساخت  به اصطلاح منحصراین  -یادآوري

8-2-17 

 چرخشی دهیششپو
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spin coating 

 نیروي از استفاده با چرخشدر حال  بستره یک روي بر محلول در موجود هیک ماد نهشت از نازك لایه ایجاد
 است. مرکزازگریز

 .این اصطلاح منحصر به نانوساخت نیست -یادآوري

8-2- 18 

 ايانهافش نهشت

spray deposition 

 بـراي  نـازل  یـک  از مـایع  فشار شدید یک با بسترهیک  زیرین یا ارجیخ لایه روي مواد نهشت براي يفرایند
 .است هاسلهوا یا قطرات ایجاد

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن -یادآوري

8-2- 19 

 کندوپاشی نهشت

sputter deposition 

بستره  یک هب هدف ماده یکهاي اتم انتقال براي پرانرژي ذرات از استفاده با )14-2-8( بخار یکیزیف نهشت
 .است

8-2- 20 

 یسطح بسپارش

surface polymerization 

 .است سطح روي بر مایع یا بخار فاز پارهايتکاز  بسپاري فیلم یک ایجاد

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن -یادآوري

 حکّاکی هايفرایند  8-3

Etching processes 
8-3-1 

 ناهمسانگرد حکّاکی
anisotropic etching 

 .استسطح  با موازي جهت از بیشتر بسیار ،سطح به عمود جهت در حکّاکی سرعت آن در کهي فرایند

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن -یادآوري
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8-3-2 

 بوش حکّاکی

Bosch etching 

 عمـودي  تقریبا ساختارهاي حکّاکی تا دسترسی به است 1رویین حالت و حکّاکی حالت بین متناوب فرآیندي
 را ممکن سازد.

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن -یادآوري

8-3-3 

 شیمیایی حکّاکی

chemical etching 

 .بستره است یک از ناخواسته مواد انحلال براي شیمیایی مواد سایر یا هاباز اسیدها، از استفاده فرایند

 در فشار یاو  ])22-3-8(تر  یحکّاک مانند[بوده حل قابل حکّاکی محلول دریا  شیمیایی حکّاکییک  محصولات -1 یادآوري
 .] )9-3-8( خشک حکّاکی مانند[ فراّر هستند پایین

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن -2 یادآوري

8-3-4 

  شیمیاییشده  تقویت یونی باریکه حکّاکی

chemically assisted ion beam etching 

 يگاز هاي هحلق یا سوزن طریق از کّاکیح فرایندحین در العدهنده فواکنش گازهايروش حکاکی که در آن 
 .شوند می وارد واکنش حکّاکی بستره بالاي

8-3-5 

 ایشیززم حکّاکی

cryogenic etching 

 عمـودي  تقریبـا  جـانبی  سـاختارهاي  تا شود می خنک K 163 تا دماي تقریبا بستره آن در که ي استفرایند
 .شود ایجاد

 هـا یـون . دهـد  مـی  کاهش را) 14-3-8( همسانگرد حکّاکی هایجادکنند یاییشیم واکنشسرعت  کم، حرارت درجه -یادآوري
 کنند.می جلوگیري دارشیب جانبی دیوارهاي ایجاد از بالایی ادامه داده و سطوح بمباران به همچنان

1-Passivation 
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8-3-6 

 بلورشناختی حکّاکی

crystallographic etching 

 .است متفاوت ،مختلفختی شنابلور هايهتج در حکّاکی سرعت آن در که ي استفرایند

8-3-7 

 عمیق یواکنشیونی  حکّاکی

deep reactive ion etching 
DRIE 

 استفاده بزرگ ينسبت منظر هایی باساختار ایجاد براي که )1-3-8( ناهمسانگرد به شدت یحکّاک فرایند
 شود.می

 .هاهحفر و دارشیب هاي جانبیسوراخ: مثال

  .)2 -3 -8( بوش یحکّاک و )5 -3 -8( یشیزازم یحکّاک: دارد وجود DRIE براي اصلی فناوري دو  -یادآوري

8-3-8 

  خشکخاکسترسازي 

dry-ashing 

  ،فعال یا خنثی گاز یک وسیلهبهاي لحظهطور به سطح ماده آن در که )3-3-8( شیمیایی حکّاکی نوعی
 .دهد می تشکیل را يارفرّ حکّاکی محصولات و شدهحک

 .اکسیژن يپلاسما محیط یک در رمقاومنو ماسک حذف: مثال

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن  -یادآوري

8-3-9 

  خشکحکّاکی 

dry-etching 

 .کند می استفادهبستره  یک از ماده حذف براي شدهزهیونی یئجز گازهاي از که يفرایند

8-3- 10 

 شدهکانونی ییون باریکه حکّاکی

focused ion-beam etching 

FIB etching 
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 شدهکانونی ییون باریکه آسیاکاري

FIB milling 
 هنقط یک تا متمرکزشده الکترواستاتیک هايعدسی از ايمجموعه طریق از) گالیم معمولا( هایون  باریکه

 .شود ایجاد بستره روي کوچک

 سراسر در ،الگو ایجاد براي ندتوا می باریکه نقطه. کند می حذفبستره  از را مواد ،فیزیکی کندوپاش طریق از باریکه -یادآوري
 .یافتدست )7 -3( اسینانومقپذیري تفکیکبه  توان می فرایند این در. شود روبش سطح

8-3-11 

 بالا چگالی با پلاسما حکّاکی

high-density plasma etching 

 ،یرونالکت وترونلیکسا تشدیدهایی مانند روش اینکه از دلیل به که) 18-3-8( ییپلاسما حکّاکینوعی 
 هر در یون 1012 تایون  1011 معمولا( بالا یونی با چگالی باریکه از ،استشده ایجاد القایی یا مگنترون هلیکان،

 کند.استفاده می) مترمکعبسانتی

 .کرد استفاده نهشت یا و حکّاکی براي پلاسما از توانمی ،بستره محل بسته به -یادآوري

8-3-12 

 القایی هشدي جفتپلاسما

inductive coupled plasma 
ICP 

 با مغناطیسی صورتمحفظه، به اطراف درو  حامل جریان هیک حلقوسیله بهدر آن انرژي،  کهاست  روشی
 .شودمی جفت پلاسما یک

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن -یادآوري

8-3-13 

  یونیهباریک حکّاکی

ion beam etching 
 یونیباریکه کاريآسیا

ion beam milling 
 .استبستره  از مواد حذف براي یونیهباریک یک تولید براي پلاسما منبع یک از استفاده

8-3-14 

 همسانگرد حکّاکی

isotropic etching 
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 .است یکسان عمودي و افقی جهت در حکّاکی سرعت آن در که) مرطوب معمولا( يفرایند

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن  -یادآوري

8-3-15 

  يلیزر برسابش

laser ablation 
 .است هدف یک سطح از مواد برسابش براي تپی لیزر یک انرژي از استفادهبا  ي کهفرایند

 .سطح است یکبر روي  )7 -3( نانومقیاس هايخصیصه تولید براي این یک روش  -یادآوري

8-3-16 

 نور کمک با حکّاکی

light-assisted etching 
 توشیمیاییوف حکّاکی

photochemical etching 
 .شود می استفاده حکّاکی فرایند بر تأثیر یا کنترل براي نور از آن در که يفرایند

 ساختار . یکاست معین یشرایط تحت )3-3-8( شیمیایی حکّاکی نور به حساسیت بر مبتنی نور با کمک حکّاکی -1 یادآوري
 فراینـد  این. شودایجاد  ،حکّاکی فرایند طی در نوري یربرداريتصو باشده تعریف تابندگی الگوي به بسته تواند می دلخواه جانبی

 .استشده استفاده درخشا متخلخل کونسیلیجانبی مانند  يهاساختار تهیه براي

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن -2 یادآوري

8-3-17 

 فیزیکی حکّاکی

physical etching 
 وپاشیکند حکّاکی

sputter etching 
 دارشتاب شیمیایی اثربی هايیون بین) تکانه انتقال( فیزیکی هايکنشبرهم طریق زا حکّاکی فرایند

 .است شدهحک جامد و) آرگون مانند(

 .است غیرانتخابی و ناهمسانگرد فراینداین   -یادآوري

8-3-18 

 ییپلاسما حکّاکی

plasma etching 
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 مواد حذف براي الکتریکیاز تخلیه شدهشکیلت هايالکترون و هایون شامل گازيهامانس در کهاست  فرآیندي

 دهد.رخ می ،بستره از

ي که مواد آن در که است خازنی الکترود دو بادستگاهی  به محدود معمولا »ییماپلاس حکّاکی دستگاه« اصطلاح -1 یادآوري
 .شوندمی ورغوطه پلاسما در ،شوندباید حذف 

حالـت برانگیختـه    در ها آناز  برخی دارند که وجودنیز  خنثی یهایگونهست، ا کامل ندرتبه گاز شدن یونی چون -2 یادآوري
 .ندنک شرکت حکّاکی در ندتوانمی) هارادیکال(

8-3-19 

 تابش مسیر حکاکی

radiation track etching 
 .استشده تشکیل جامد یک در تابشی آسیب از طریق که مسیرهایی در ،حکّاکی با يساختار تشکیل

 حکـّاکی  ،کنـد مـی  حل را کوتاه هايهزنجیر فقط که انتخابی حلال یک از استفاده با مسیرها آن در که متخلخل يبسپار :مثال
 .شوند می

8-3-20 

 واکنشی یون حکّاکی

reactive ion etching 

RIE 

و  قرارگرفته رادیویی بسامد با الکترود یک روي بر ویفر آن در که )18-3-8( ییپلاسما یحکّاک ازعی نو
 رادیویی) دارد. بسامد (با الکترود از بزرگترسطحی  ،شمارنده ترودالک

سطح  عمدتاً انرژيپر هاي نیو. شود می تولید الکترومغناطیسی میدانیک  وسیلهبه کم فشار تحت ییپلاسما باریکه -یادآوري
 ناهمسانگرد هايپروفیل با مقایسه در تواند می RIE. دهند می واکنش سطح با که ندنکمی ایجاد ییهارادیکال کرده و بمبارانرا 

 .کند تولیدر همسانگرد ابسی هايپروفیل ،)22 -3 -8( تر یحکّاک وسیله به تولیدشده

8-3-21 

 انتخابی حکّاکی

selective etching 

شده  حذف آهسته بسیار دیگرمواد  کهدرحالی ،شود می حذف سرعتبه یسطح ماده یک آن در که يفرایند
  د.نشونمی ذفح اصلاً یا و

 .کند مین حکّاکی را سیلیکون کهحالی در کند،می حک سریع بسیار را  HF،SiO2 یآب محلول :مثال

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن  -یادآوري
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8-3-22 

 تر حکّاکی

wet etching 

 .است مایع حکّاکی عامل یک استفاده از با یسطح ماده یک شیمیایی حذف

 .ستیحصر به نانوساخت ناصطلاح من  -یادآوري

 دهی پوشش و چاپ     8-4
Printing and coating 

8-4-1 
 سازيبرجسته

embossing 
 کردن منقوش

imprinting 
 .استغلتان  اصلی قالب یک فشاردادن با پذیرشکل هتود ماده یک به الگو یک انتقال

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن -یادآوري

8-4-2 

 یهچندلا فیلم فرایند

multilayer film process 

 .غلتکی است فرایند یک در یکدیگربه  مجزا يهافیلمدادن پیوند با لایهچند یک ایجاد

 .ستیاصطلاح منحصر به نانوساخت ن -یادآوري

8-4-3 

 نانوالیاف رسوب

nanofibre precipitation 

 .استبستره  یک روي بر محلول از )3-3( افیالنانو کردنرسوب

8-4-4 

 نانوذرات ايانهافش دهیشپوش

nanoparticle spray coating 

 .است نانوذراتاز دیگر  یمنبعاز  یا ايخوشه باریکه یک پلاسما، یک حلال، یک از) 6-3( نانوذرات نهشت
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 پیوست الف 
 (آگاهی دهنده) 

 شدهفیتعرسنتز  يهافرایندحاصل از  یخروج صیتشخ -1-الف جدول

 هاسرفصل فرایند فاز
 فرایند از حاتیاصطلا
 دیبا که نانومواد ساخت

 شود فیتعر

 فرایند
 ءینانوش

 فرایند
 ماده

 نانوساختار

کاربردي 
 مواد ايبر

 یماکروسکوپ

فاز  هايفرایند
 هايروش -يگاز

 فیزیکی

 √ √  گاز سرد يیاپو افشانش 

   √ الکترونی باریکهتبخیر  
 با نهشت هايفرایند

 الکتریکی جرقه
 جرقه اب نهشت هايفرایند

 الکتریکی
√   

 √  √ سنتز نورگرمایی 

 
پلاسماي محلول  افشانش

 سازپیش
 √ √ 

   √ )PVD( بخار یکیزفینهشت  
 هاي فرایند

 ايافشانهکردن خشک
 √  √ کردن انجماديخشک

 هاي فرایند
 ايافشانهکردن خشک

 √  √ ايافشانهکردن خشک

 √  √ انبساط فوق بحرانی 

 
گرمایی احتراقی  افشانش

 تعلیقه
√  √ 

   √ انفجار الکتریکی سیمی 
 √  √ تبخیر 

 -يگازهاي فرایند
 هايوشر

 شیمیایی

  √  )ALD( اتمی لایه نهشت 

  √ √ )CVD(بخار  ییایمیش نهشت 

 
 شیمیایی نهشت کاتالیزوري

 )CCVD(بخار 
√ √  

 هاي سنتز فرایند
 ايشعله

 √ √ √ مایع سازپیش احتراق

 هاي سنتز فرایند
 ايشعله

 √  √ ییپلاسما افشانش

 هاي سنتز فرایند
 ايشعله

 √ √ √ زایشیتف
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 (ادامه) 1-الفجدول 

 هاسرفصل فرایند فاز
 ساخت فرایند از اصطلاحاتی

 شود فیتعر دیبا که نانومواد
 فرایند

 ءینانوش

 فرایند
 ماده

 نانوساختار

کاربردي 
 مواد ايبر

 یماکروسکوپ

 -يگازهاي دفراین
 هايوشر

 شیمیایی

هاي سنتز فرایند
 ايشعله

 √ √ √ گرمایی کافت افشانشتف

  √  رونشانی مکانی 

 √ √ √ اي داغلوله واکنش دیواره 

 √  √ فوتوگرمایی سنتز 

 
 جامد-مایع -بخار نانولیف  سنتز

)VLS( 
√   

فاز  هايفرایند
 هايشرو -مایع

 فیزیکی

 √ √ √ پودرکردن 

 √ √ √ لکتروریسیا 

هاي کاهش فرایند
اندازه در مایع 

 )پودرکردن(
 √ √ √ درجا اي لایه میانبسپارش 

   √ نانوذرات پراکنش 

 √ √  ينوار گريریخته 

 √ √ √ اي تَرآسیاکاري گلوله 

 -مایع فرایند
 هايشرو

 شیمیایی

 √  √  يسلولز تودهزي يیداس آبکافت 
   √ ذراتنانو رسوب 

 √  √ سریع معدنی چگالش 

 √ √ √ ژللس فرایند 

 √  √ فعالگیري مواد سطحقالب 

 √ √ √ برواست فرایند 

 -جامد فرایند
 فیزیکی هايشرو

 √ √  بلوکی بسپار هم شیمیایی شکافت 

 هاي فرایند
 بلوکی بسپار هم

 √ √  بلوکی بسپار جدایش فاز هم

 هاي فرایند
 کیبلو بسپار هم

 √ √  بسپار بلوکی هم گیريقالب
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 (ادامه) 1-الف جدول

 هاسرفصل فرایند فاز
 ساخت فرایند از اصطلاحاتی

 شود فیتعر دیبا که نانومواد
 فرایند

 ءینانوش

 فرایند
 ماده

 نانوساختار

کاربردي 
 مواد ايبر

 یماکروسکوپ

 -جامد فرایند
 فیزیکی هايشرو

 هاي فرایند
 ايبسپارهاي تودهجفت

 √ √  کاري سردپرس

 
نوار  تغییرشکل برشی پیوسته

 )C2S2( محدود
 √ √ 

 √ √  شدن ايواشیشه 

 √  √ شیخردا 
 √ √  سرعت بالا کاريریزماشین 

 √ √  کاشت یونی 

 √  √ زایشی زم کاريآسیا 
 √  √ خشک ايکاري گلولهآسیا هاي آسیاکاريفرایند

 √  √  ايمرحلهچند ايسکه آهنگري 
  √ √ نانوقالبی رشد 

 √ √  کاري گرمپرس 

   √ ايذرهنانو جوشیتف جوشیتف هايفرایند
 √ √ √ ايجرقه ییپلاسما جوشیتف 

 -هاي جامدفرایند
 هايشرو

 شیمیایی

 √ √  الکتروشیمیایی آندایز 

 √ √ √ ايهلایانیفراورش م 

  √  ايپراکنه بسپار نانوذره 

 √ √  فازي دو هايروش 
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[2]  ISO 2080:2008, Metallic and other inorganic coatings — Surface treatment, metallic 
and other inorganic coatings — Vocabulary 

[3]  ISO 14532:2014, Natural gas — Vocabulary 

[4]  ISO 18115-2:2013, Surface chemical analysis — Vocabulary — Part 2: Terms used in 
scanningprobe microscopy 

[5]  ISO/TR 19716:2016, Nanotechnologies — Characterization of cellulose nanocrystals 

آن براي  و تعاریف استاندارداصطلاحات  -، فناوري نانو1398: سال 20602تاندارد ملی ایران شماره اس ]6[
 نانومواد سلولزي

اصطلاحات : 1قسمت  -نامهواژه -نانو يفناور، 1395 : سال80004-1ایزو شماره  -استاندارد ملی ایران ]7[
 یاصل

  :2قسمت  -نامهواژه -نانو يفناور، 1395: سال 80004-2ایزو شماره  -استاندارد ملی ایران ]8[
 اءینانواش

 ياینانواش: 3قسمت  -نامه واژه -نانو ي، فناور1394: سال 18392-3شماره  رانیا یمل استاندارد ]9[
 یکربن

 مواد :4نامه قسمت واژه -نانو يفناور، 1393: سال 18392-4شماره  استاندارد ملی ایران  ]10[
 ساختاریافتهنانو 

 ها، اصطلاحات و تعاریف اصلیواژه -نانو يفناور، 1388: سال 12098شماره  اناستاندارد ملی ایر ]11[

[12]  Deckman H.W., Dunsmuir J.H. Natural lithography. Appl. Phys. Lett. 1982, 41, pp. 
377–378 

[13]  McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms. Sixth edition. McGraw-Hill 
Education, 2002 
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 1401سال : (تجدیدنظر اول) 80004-8ماره شایزو  –ایران ملیاستاندارد 

   

 نمایه
 

یسیانگل هینما یفارس هینما  ربندیز شماره   

3D lithography 1-1-8 بعديسه یتوگرافیل 

acid hydrolysis of cellulose  1-4-7 آبکافت اسیدي سلولز 

additive processing 2-1-8 افزایشی فرایند 

adsorption 1-2-8 برجذب 

ALD 2-2-8 یاتم هیلا نهشت 

anisotropic etching 1-3-8 حکّاکی ناهمسانگرد 

atomic layer deposition 2-2-8 نهشت لایه اتمی 

block copolymer chemical derivatization 1-6-7 بلوکی بسپار شکافت شیمیایی هم 

block copolymer phase segregation 1-1-5-7 بلوکی بسپار جدایش فاز هم 

block copolymer templating 2-1-5-7 بسپار بلوکی گیري همقالب 

block copolymer lithography 3-1-8 بلوکی بسپارلیتوگرافی هم 

Bosch etching 2-3-8 حکّاکی بوش 

bottom up nanomanufacturing 1-4 نانوساخت پایین به بالا 

C2S2 4-5-7 نوار محدود وستهیپ یبرش رشکلییتغ 

carbon nanotube 1-3 لوله کربنینانو 

catalytic chemical vapour deposition 3-2-8 بخار ییایمیش يزورینهشت کاتال 

CCVD 3-2-8 بخار  ییایمیش يزورینهشت کاتال 

chemical etching 3-3-8 حکّاکی شیمیایی 

chemical vapour deposition 3-2-8 بخار  ییایمیش نهشت 

chemically assisted ion beam etching 4-3-8 شده شیمیایی یونی تقویت حکّاکی باریکه 

cluster beam coating 5-2-8 ايخوشهکهیبار دهیپوشش 

CNT 1-3 ینانولوله کربن 

co-deposition 2-4 نهشتیهم 

cold gas dynamic spraying 1-1-7 افشانش پویاي گاز سرد 
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cold pressing 3-5-7 کاري سردپرس 

یسیانگل هینما  ربندیز شماره یفارس هیانم 

colloidal crystal template lithography 4-1-8 لیتوگرافی قالبی بلور کلوئیدي 

colloidal crystallization 1-6 تبلور کلوئیدي 

comminution 3-4 پودرکردن 

conshearing continuous confined strip 
shearing 

 4-5-7 نوار محدود وستهیپ یبرش رشکلییتغ

cryogenic etching 5-3-8 زایشیحکّاکی زم 

cryogenic milling 1-9-5-7 زایشی آسیاکاري زم 

crystallographic etching 6-3-8 حکّاکی بلورشناختی 

CVD 3-2-8 بخار ییایمیش نهشت 

deep reactive ion etching 7-3-8 حکّاکی یونی واکنشی عمیق 

deep ultraviolet lithography 5-1-8 رافی فرابنفش عمیقلیتوگ 

devitrification 5-5-7 شدن  ايواشیشه 

dip coating 6-2-8 وريدهی غوطهپوشش 

dip-pen nanolithography 6-1-8 نانولیتوگرافی نوك قلمی 

directed assembly 4-4 چیدمان هدفمند 

directed self-assembly 5-4 خودآرایی هدفمند 

DRIE 7-3-8 قیعم یشواکن یونی یحکّاک 

dry-ashing 8-3-8 خاکسترسازي خشک 

dry ball milling 10-5-7 اي خشکآسیاکاري گلوله 

dry-etching 9-3-8 حکّاکی خشک 

DUV 5-1-8 قیفرابنفش عم یتوگرافیل 

electro-spark deposition 2-1-7 الکتریکینهشت با جرقه 

electro-spray 9-2-8 الکترو افشانش 

electrochemical anodization 2-6-7 آندایز الکتروشیمیایی 

electrodeposition 7-2-8 الکترونهشت 
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 1401سال : (تجدیدنظر اول) 80004-8ماره شایزو  –ایران ملیاستاندارد 

   
electroless deposition 8-2-8 نهشت الکترولس 

electron-beam evaporation 3-1-7 الکترونیتبخیر باریکه 

یسیانگل هینما  ربندیز شماره یفارس هینما 

electroplating 7-2-8 آبکاري 

electrospinning 1-3-7 الکتروریسی 

electrostatic driven assembly 1-5 چیدمان با نیروي الکترواستاتیکی 

Embossing 1-4-8 سازيبرجسته 

evaporation 10-2-8 تبخیر 

EUV 8-1-8 لیتوگرافی فرابنفش شدید 

extreme ultraviolet lithography 8-1-8 فرابنفش شدید یتوگرافیل 

FIB deposition 12-2-8 هشدیکانون یونی کهینهشت بار 

FIB etching  10-3-8 هشدیکانون یونی باریکهحکاکی 

FIB lithography  9-1-8 شدهکانونی یونی باریکهلیتوگرافی 

FIB milling  10-3-8 هشدیکانون یونی باریکهآسیاکاري 

fluidic alignment 2-5 ترازي سیالیهم 

focused electron-beam deposition 11-2-8 هشدیکانونالکترونی  نهشت باریکه 

focused ion-beam deposition 12-2-8 هشدیکانونیونی  نهشت باریکه 

focused ion-beam etching 10-3-8 هشدیکانونیونی  حکّاکی باریکه 

focused ion-beam lithography 9-1-8 هشدیکانونیونی  لیتوگرافی باریکه 

freeze drying 5-1-7 کردن انجماديخشک 

graphioepitaxy 2-6 رونشانی مکانی 

grinding 6-5-7 خردایش 

hierarchical assembly 3-5 چیدمان سلسله مراتبی 

high-density plasma etching 11-3-8 حکّاکی پلاسما با چگالی بالا 

high-speed micromachining 7-5-7 کاري سرعت بالاریزماشین 

hot pressing 14-5-7 کاري گرمپرس 
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hot wall tubular reaction 1-2-2-7 اي داغواکنش دیواره لوله 

ICP 12-3-8 ییالقا هشدجفت يپلاسما 

immersion optics 10-1-8 وريغوطه اپتیک 

یسیانگل هینما  ربندیز شماره یفارس هینما 

imprinting 1-4-8 کردنمنقوش 

in-situ intercalative polymerization 2-3-7 اي درجا لایهبسپارش میان 

intercalation 3-6-7 ايهلایانیفراورش م 

inductive coupled plasma 12-3-8 شده القاییپلاسماي جفت 

interference lithography 11-1-8 لیتوگرافی تداخلی 

ion beam etching 13-3-8 یونی حکّاکی باریکه 

ion beam milling 13-3-8 یونی کاري باریکهآسیا 

ion beam surface reconstruction 3-6 یونیبازسازي سطحی با باریکه 

ion implantation 8-5-7 کاشت یونی 

ion-induced deposition 12-1-8 القایی نهشت یون 

ion-induced etching 13-1-8 القایی حکاکی یون 

ion projection lithography 14-1-8 وگرافی یون افکنشلیت 

isotropic etching 14-3-8 حکّاکی همسانگرد 

Langmuir-Blodgett film formation 4-6 بلاجت-تشکیل لایه نازك لانگمویر 

Langmuir-Blodgett film transfer 5-6 بلاجت-انتقال لایه لانگمویر 

laser ablation 15-3-8 برسابش لیزري 

layer-by-layer deposition 6-6 لایهبهنهشت لایه 

LbL 15-2-8 هلایبههیلا 

LbL deposition 6-6 هلایبههینهشت لا 

light-assisted etching 16-3-8 حکّاکی با کمک نور 

liquid precursor combustion 1-1-2-7 مایع سازاحتراق پیش 

lithography 6-4 لیتوگرافی 
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magnetic driven assembly 4-5 با نیروي مغناطیسی چیدمان 

MBE 13-2-8 یمولکول  باریکه یرونشان 

modulated elemental reactant method 7-6 شدهمدوله ییایمیروش کنشگر ش 

micro-contact printing 15-1-8 چاپ ریزتماسی 

یسیانگل هینما  ربندیز شماره یفارس هینما 

microfluidic deposition 16-1-8 اينهشت ریزشاره 

molecular beam epitaxy 13-2-8 مولکولی رونشانی باریکه 

multi-pass coin forging 11-5-7  چندمرحله ايسکه آهنگري 

multilayer deposition 7-4 ايهچندلای نهشت 

multilayer film process 2-4-8 فیلم چندلایه فرایند 

nanocomposite 2-3 نانوچندسازه 

nano-embossing 17-1-8 سازي نانوییبرجسته 

nanofabrication 8-4 نانوتولید 

nanofibre 3-3 نانولیف 

nanofibre precipitation 3-4-8 رسوب نانوالیاف 

NIL 18-1-8 نانویی کردنمنقوش یتوگرافیل 

nano-imprint lithography 18-1-8 کردن نانوییلیتوگرافی منقوش 

nanomanufacturing 9-4 نانوساخت 

nanomanufacturing process 10-4 نانوساخت فرایند 

Nanomaterial 4-3 نانوماده 

nano-object 5-3 نانوشیء 

Nanoparticle 6-3 نانوذره 

nanoparticle dispersion 3-3-7 پراکنه نانوذرات 

nanoparticle precipitation 2-4-7 ذراترسوب نانو 

nanoparticle sintering 15-5-7 اينانوذره جوشیتف 

nanoparticle spray coating 4-4-8 نانوذرات ايافشانهدهی پوشش 
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Nano-scale 7-3 نانومقیاس 

nanostructured material 8-3 ماده نانوساختاریافته 

nanotemplated growth 12-5-7 رشد نانوقالبی 

nanotube 9-3 نانولوله 

natural lithography 19-1-8 یعیلیتوگرافی طب 

یسیانگل هینما  ربندیز شماره یفارس هینما 

optical lithography 21-1-8 یکیاپت یتوگرافیل 

phase-contrast photolithography 20-1-8 فوتولیتوگرافی نوري تباین فازي 

photochemical etching 16-3-8 ییایمیفتوش یحکّاک 

photolithography 21-1-8 یتوگرافیفوتول 

photothermal synthesis 2-2-2-7 سنتز فوتوگرمایی 

physical etching 17-3-8 حکّاکی فیزیکی 

physical vapour deposition 14-2-8 بخار فیزیکی نهشت 

plasma etching 18-3-8 حکّاکی پلاسمایی 

plasma spray 2-1-2-7 افشانش پلاسمایی 

plasmonic lithography 22-1-8 لیتوگرافی پلاسمونی 

polyelectrolyte layer-by-layer 15-2-8 الکترولیتیلایه پلیبهنهشت لایه 

polymer nanoparticle dispersion 13-5-7 ايپراکنش بسپار نانوذره 

prompt inorganic condensation 3-4-7 چگالش معدنی سریع 

PVD  14-2-8 بخار یکیزفینهشت 

Pyrogenesis 3-1-2-7 زایشیتف 

radiation track etching 19-3-8 حکاکی مسیر تابش 

reactive ion etching 20-3-8 حکّاکی یون واکنشی 

RIE 20-3-8 یواکنش ونی یحکّاک 

SAM formation 8-6 خودآرا لایهتک لیتشک 

scanning force probe writing 23-1-8 یروبش يرویبا ن ی (کاوند)نوشتن پروب 
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scanning tunnelling microscope 
chemical vapour deposition 

 زنی روبشی نهشتتونل کروسکوپیم
 بخار  شیمیایی

8-1-24 

selective etching 21-3-8 حکّاکی انتخابی 

self-assembly 11-4 خودآرایی 

self-assembled monolayer formation 8-6 لایه خودآراتشکیل تک 

shape-based assembly 5-5 نی بر شکلچیدمان مبت 

یسیانگل هینما  ربندیز شماره یفارس هینما 

soft lithography 25-1-8 لیتوگرافی نرم 

sol-gel processing ل فرایند4-4-7 ژلس 

solution precursor plasma spray 4-1-2-7 محلولی سازافشانش پلاسمایی پیش 

spark plasma sintering 16-5-7 ايجوشی پلاسمایی جرقهتف 

spin coating 17-2-8 دهی چرخشیپوشش 

spray drying 6-1-7 ايکردن افشانه خشک 

spray deposition 18-2-8 ايافشانه نهشت 

sputter deposition 19-2-8 نهشت کندوپاشی 

sputter etching 17-3-8 حکّاکی کندوپاشی 

STM CVD 
 زنی روبشی نهشتتونل کروسکوپیم

 بخار شیمیایی
8-1-24 

Stober process 5-4-7 استوبر فرایند 

subtractive processing 26-1-8 تفریقی فرایند 

supercritical expansion 7-1-7 بحرانیانبساط فوق 

supramolecular assembly رمولکولی6-5 چیدمان اَب 

surface functionalization 12-4 کردن سطحدارعامل 

surface polymerization 20-2-8 بسپارش سطحی 

surface-to-surface transfer 7-5 انتقال سطح به سطح 

surfactant templating 6-4-7 فعالگیري مواد سطحقالب 
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suspension combustion thermal spray 8-1-7 افشانش گرمایی احتراقی تعلیقه 

top-down nanomanufacturing 13-4 نانوساخت بالا به پایین 

tape casting 4-3-7 گري نواريریخته 

two-phase methods 4-6-7 هاي دو فازيروش 

thermal spray 16-2-8 افشانش گرمایی 

thermal spray pyrolysis 5-1-2-7 کافت افشانش گرماییتف 

Vaporization 9-1-7 تبخیر 

یسیانگل هینما  ربندیز شماره یفارس هینما 

vapour-liquid-solid nanofibre synthesis 3-2-2-7 جامد-مایع -سنتز نانوالیاف بخار 

VLS 3-2-2-7 جامد-عیما -بخار افیسنتز نانوال 

Volmer-Weber growth 11-6 وبر-رشد ولمر 

wet ball milling 5-3-7 اي تَرآسیاکاري گلوله 

wet etching  22-3-8 ترَحکّاکی 

wire electric explosion 4-1-7 یمانفجار الکتریکی س 

X-ray lithography 27-1-8 لیتوگرافی پرتو ایکس 
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